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Входной ток низкого уровня .................... ~-0,5 f мА 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е; 0,06 мА 
Время задержки распространения сигнала BREQ 
при переходе из состояния высокого уровня 

в состояние низкого уровня относительно сигнала 

BCLK при переходе из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня .................... Е; 35 нс 
Время задержки распространения сигнала BUSY 
при переходе из состояния высокого уровня 

в состояние низкого уровня относительно сигнала 

BCLK при переходе из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е; 60 нс 
Время задержки распространения сигнала CBRQ 
при переходе из состояния высокого уровня 

в состояние низкого уровня относительно сиrнала 

BCLK при переходе из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е; 60 нс 
Время задержки распространения сигнала AEN 
при переходе из состояния высокого уровня 

в состояние низкого уровня относительно сигнала 

ВСLК при переходе из состояния высокого уровня 

в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е; 40 нс 
Время задержки распространения сигнала BPRO 
при переходе из состояния низкого уровня 

в состояние высокого уровня относительно сигнала 

ВСLК при переходе из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Е; 40 нс 
Время задержки распространения сигнала BPRO 
при переходе из состояния высокого уровня 

в состояние низкого уровня относительно сигнала 

BPRN при переходе из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Е; 25 нс 
Время задержки распространения сигнала ВИSУ 
при переходе из состояния низкого уровня 

в состояние высокого уровня относительно сигнала 

BCLK при переходе из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня ............ ,· . . . . . . . Е; 35 нс 
Время задержки распространения сигнала CBRQ 
при переходе из состояния низкого уровня 

в состояние высокого уровня относительно сигнала 

BCLK при переходе из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня ..................•. Е;35 нс 
Время задержки распространения сигнала AEN 
при переходе из состояния низкого уровня 

в состояние высокого уровня относительно сигнала 
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CLK при переходе из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е; 65 нс 
Тактовая частота ............................. :е; 10 МГц 

Предельно допустимые режимы эксплуат_ации 

Напряжение питания ....•..................... 4,75 ... 5,25 В 
Максимальное входное напряжение низкого уровня . 0,8 В 
Минимальное входное напряжение высокого уровня 2 В 
Максимальный выходной ток низкого уровня: 

по выводам 7, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 О мА 
по выводам 11, 12 ...•..................... 20 мА 
по выводу 13 .......•..................... 16 мА 

Максимальный выходной ток высокого уровня .... -0,4 мА 
Максимальная еМ1<ость нагJ)узки: 

относительно сигналов BUSY , CBRQ . . . . . . . . 250 пФ 
относительно сигналов AEN ...............• 100 пФ 
относительно сигналов BPRO, BREQ ........ 60 пФ 

Температура окружающей среды ............... -10 ... +70" С 

КР1810ВГ72А 

Микросхема представляет собой программируемый кон­
троллер накопителя на гибких маrнитных дисках (НГМд) и пред­
назначена для записи, чтения и форматирования дисков с оди­
нарной (режим ЧМ) в формате «IВМ-3740" и двойной плотнос­
тью (режим МЧМ) в формате «ШМ SISTEM 34,._ Позволяет рабо­
тать с четырьмя дисководами. Сопрягается с процессором с по­
мощью В-разрядного параллельного канала данных. Обмен дан­
ными между контроллером и памятью ЭВМ осуществляется че­
рез процессор или с помощью контроллера прямого доступа к 

памяти. Достоверность записи информации автоматически про­
веряется по контрольному коду в конце адресной и инф9рмацм­
онной частей каждого сектора гибкого магнитного диска. Длина 
сектора равна 128, 256 или 512 байт при работе в режиме ЧМ и 
256,512, 1024 байт-в режиме МЧМ. При работе необходимы 
внешние схемы разделения данных и формирования информа­
ционного сигнала записи для магнитной головки с учетом выда­
ваемых сигналов предкомnенсации. Контроллер формирует 
сигналы, управляющие запуском схемы разделителя данных и 

выбором его тактовой частоты. 
В состав ИС входят буферы данных (Бд); регистры общего 

назначения (Рг); последовательный интерфейс (ПИ); интерфейс 
сопряжения с НГМД (Ид), логика управления режимами чтения, 
записи, обмена информацией (ЛУ). 
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Корпус типа 2123.40-2, 
масса не более 6 г. 

Назначение выводов: 
1 - вход «сброс» (от ЭВМ); 

2 - вход «чтение» (от ЭВМ); 

3- вход «запись» (от ЭВМ); 
4 - вход «выбор микросхе­
мы» (от ЭВМ); 5 - вход ад­
реса (от ЭВМ); 6 ... 13- вхо­
ды/ выходы двунаправлен­
ных каналов данных с тремя 

возможными состояниями; 

14- выход запрос данных; 
15 - вход подтверждения 

прямого доступа к памяти; 

16-вход завершения обме­
на; 17- вход индексного им­

пульса; 18- выход запроса 
прерывания; 19- вход так­

товых импульсов; 20 - об­

щий; 21-вход тактовых им­
пульсов записи; 22 - вход 

сопровожде1rnя данных; 23 -
вход считывания данных с 

ГМД; 24 - выход управления 
фазовой автоподстройки 

(разрешения синхронизации 
схемы разделителя данных); 

25 - выход разрешения за­

писи; 26 - выход модифици­
рованной частотной модуля­
ции (режим МЧМ); 27 - вы­
ход выбора головки; 28, 29-
выходы выбора НГМД (диско­

вода 0 ... 3); 30 - выход запи­

си; 31, 32 - выходы сигналов 

предкомпенсации при записи 

с МЧМ; 33 - вход ошибки на­
копителя - нулевая дорож­

ка; 34 - вход защиты записи 

- двусторонний ГМД; 35 -
вход готовности нгмд 36 -
выход загрузки магнитной го­
ловки; 37 - выход сброса 
триггера «ошибка - шаг»; 
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ЗВ ~ выход снижения тока записи, направления шага; 39- вьrL 
ход чтения, записи-поиска (определяет назначение 33, 34, 37, 
ЗВ); 40- напряжение питания. · 

Электрические параметры 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 ... 5,5 В 
Входное напряжение высокого уровня ........ 2 ... 5,5 В 
Входное напряжение низкого уровня ......... -0,5 ... +О,8 В 
Выходное напряжение высокого уровня 

при nых=-0,4 мА .......................... ~2.4 В 
Выходное напряжение низкого уровня 
при iiыx=2 мА ......•...................... Е.0,45 В 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е. 120 мА 
Ток утечки на входах при О <.Ивх Е.5,5В-........ Е.I±10I мкА 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е.100 пФ 
Период следования импульсов тактовых 
сигналов •.... · ............................ 120 ... 500 нс 

К1810ВГ88,КР1810ВГ88 

Микросхемы представляют собой контроллер системной 
шины и предназначены для работы в составе микро-ЭВМ на ос­
нове микропроцессора КМ181 ОВМ86. В зависимости от состоя­
ния микропроцессора (МП) контроллер управляет обменом дан­
ными между местной шиной процессора и системной шиной при 
наличии доступа к управлению шинами МП, а также между мес-
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тной шиной и шиной ввода/вывода 
или резидентной шиной. ИС синхро­
низируются тактовым генератором 

микропроцессора КР1810ГФ84 и уп­
равляют шинными формирователя­
ми, адресными регистрами, устрой­
ствами ввода/вывода и памятью. 
При обмене данных могут выпол­
няться следующие операции: считы­

вание данных из памяти, считывание 

данных из устройств ввода/вывода, 
запись данных в память и в устрой­
ства ввода/вывода, подтверждение 

прерыван11я. 

В состав ИС входят дешифратор 
состояния, устройство управления, 
генератор командных сигналов yn-



равления переда­

чей данных, генера­
тор контрольных 

сигналов управле­

ния шинными фор­
мирователями и ад­

ресными регистра­

ми. Сигналы состо­
яния микропроцес­

сора поступают на 

вход дешифратора 
состояния.проводя­

щего декодирова­

ние состояния МП, а 
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Структурная схема К1810ВГ88, КР1810ВГ88 

устройство управ- . 
ления вырабатывает необходимые сигналы для управления rе1-:1е­
раторами командных и контрольных сигналов. ИС. работают в 
двух режимах: с системной шиной (применяется в многопрqцес. 
сорных системах, когда несколько МП требуют доступа к устрой­
ствам ввода/вывода и памяти, подключенных к системной шине) 
и с шиной ввода/вывода. 

Содержат 1437 интегральных элементов. Корпус типа 
2140.20-1, масса не более 2 г. 

Назначение выводоЕ!: 1 .:_ вход выбора режима работы с 
шиной ввода/вывода; 2-вход тактовь1й; з, 18, 19- входы сиг­
нала состояния микропроцессора; 4 - выход сигнала управле­

ния работой шинных формирователей; 5 - выход стробирую­
щего сигнала записи адреса; 6 - вход сигнала управления со­

стоянием «выключено» командных выходов; 7 - выход команд­

ного сигнала считывания из памяти; 8 - выход опережающего 

командного сигнала записи в память; 9 - выход командного 

сигнала записи в память; 10- общий; 11 - выход командного 
сигнала записи в устройство ввода/ вывода; 12- выход опере­
жающего командного сигнала записи в устройство ввода/выво­
да; 1 З - выход командного сигнала считывания из устройства 
ввода/вывода; 14- выход сигнала подтверждения прерыва­
ния; 15 - вход сигнала управления состояние_м командных вы­

ходов и контрольных выходов DEN и PDEN; 16 - выход сигнала 
управления состоянием «выключено» шинных формировате­
лей, включенных между местной и системной или резидентной 
шиной; 17 - выход сигнала управления считыванием каскадно­

го адреса с шины данных, выставляемого ведущим устрой­

ством/ сигнала управления состоянием «выключено» шинных 

формирователей, включенных между местной шиной и шиной 
ввода/ вывода; 20- напряжение питания. 
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . 5 В ± 5% 
Выходное напряжение низкого уровня ........... "0,5 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . ;;i, 2,4 В 
Ток потребления ............................. .- :!!;230 мА 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < I-О, 71 мА 
Входной ток высокого уровня ................... "0,05 мА 
Выходной ток низкого уровня в состоянии 
«выключено» ................................. <I-0,11 мА 
Выходной ток высокого уровня в состоянии 
«выключено» ................................. "О, 1 мА 
Время задержки распространения сигнала 
при включении: 

от вывода 2 к выводу 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 50 нс 
от вывода 2 к выводу 5 .................... 4 ... 15 нс 
отвывода2квыводам7,8,9, 11, 12, 13, 14 .. 10 ... 35нс 
от вывода 2 к выводу 16 ................... 10 ... 45 нс 
от вывода 2 к выводу 17 
(функция вывода 17-МСЕ) .................. 10".45. нс 

Время задержки распространения сигнала. 
при выключении: 

от вывода 2 к выводу 4 .................... "30 нс 
от вывода 2 к выводу 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "20 нс 
от вывода 2 к выводу 16 ................... 5 ... 45 нс 
от вывода 2 к выводу 17 
(функция вывода 17-МСЕ} .................. :!!;20 нс 
от вывода 2 к выводам 7, В, 9, 11, 12, 13, 14 " 10 ... 35 нс 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания .......................... 4,75 ... 5,25 В 
Входное напряжение низкого уровня ............ -0,4 ... 0,8 В 
Входное напряжение высокого уровня ........... 2 ... 5,25 В 
Максимальный выходной ток низкого уровня: 

по выводам 7 ... 9, 11 ... 14 ................... 32 мА 
по выводам 4, 5, 16, 17 ......... , .......... 16 мА 

Максимальный выходной ток высокого уровня: 

по выводам 7".9, 11 ... 14 ................... -5 мА 
по выводам 4, 5, 16, 17 .................... -1 мА 

Минимальный период следования импульсов 
тактовых сигналов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 нс 
Минимальная длительность сигнала низкого уровня 
по входу CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 нс 
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Минимальная длительность сигнала высокого 
уровня по входу CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 нс 
Минимальное время установления сигналов SO, S1, 
S2 относительно сигнала CLK .................. 35 нс 
Минимальное время сохранения сигналов SO, S1, S2 
относительно сигнала CLK . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 1 О нс 
Максимальная емкость нагрузки: 

по выводам 7 ... 9, 11 ... 14 .......••.......... 300 пФ 
по выводам 4, 5, 16, 17 .................... 80 пФ 

Максимальное время фронта нарастания- входного 
сигнала (между уровнями 0,8 и 2 В) . . . . . . . . . . . . . 20 нс 
Максимальное время фронта спада входного 
сигнала . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 нс 
Температура окружающей среды ............... -10 ... +70° С 

КР1810ВИ54 

Микросхема nl)'едставляет собой программируемый таймер и 
предназначена для генерации времязадающих функций, про­

граммно-управляемых временных задержек с возможностью 

программного контроля их выполнения, в микропроцессорных 

системах для управления и измерения в реальном масштабе вре­

мени. В состав ИС входят буфер 
шины данных (80) и логические схе­
мы управления чтением/записью; де­
шифратор (DS), с помощью которого 
выбирается один из трех каналов или 
формируется признак загрузки уп­
равляющих слов или команд; З неза­

висимых идентичных канала 

(COUNT0 ... COUNT2), каждый из ко­
торых может быть запрограммирован 
на работу в одном из шести режимов 
для двоичного или двоично-десятич­

ноrо счета. 

Каждый канал включает 16-раз­
рядный б}1ферный регистр OL, служа-

PIT DO 
D1 
D2 
DЗ 

D4 
DS 
D6 
D7 

щий для запоминания и хранения Условное графическое 
мгновенного значения счетчика СЕ; обозначение КР1в10ВИ54 

16-разрядный счетчик/таймер СЕ, 

8 
7 
6 
5 
4 
з 

2 
1 

работающий в режиме вычитания; 16-разрядный регистр ко1-1-
стант пересчета CR, служащий для хранения констант пересчета; 
В-разрядный регистр состояния канала RS, содержимое которого 
можно считывать в ЦП; В-разрядный регистр управляющеrо 

439 



слова RSW, предназначенный для его хранения. Схема управ­
ляющей логики канала CL осуществляет управление вхо­

дом/ выходом счетчика/таймера в зависимости от запрограм­
мированного режима. 

Корпус типа 2120.24-3, масса не более 5 г. 
Назначение выводов: 1 ... 8- входы/выходы каналов дан­

ных; 9, 15, 18- входы тактовых сигналов для управления счетчи­
ком/таймером; 10, 13, 17- выходы каналов (счетчика/тайме­
ра); 11, 14, 16-входы разрешения каналов; 12-общий; 19, 
20 - адресные входы; 21 - вход выборки кристалла; 22 - вход 
чтения; 23- вход записи; 24 - напряжение питания. 
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Струкrурная схема КР1810ВИ54 

Электрические параметры 

Номиt1альное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5% 
Входное напряжение низкого уровня .•.......... -0,5 ... +О,8 В 
Входное напряжение высокого уровня ........... 2 ... 5,5 В 
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Выходное напряжение низкого уровня 

при iiыx = 2 мА ................................ ,.; 0,45 В 
Выходное напряжение высокого уровня 
при nых=-0,4 мА ............................. ;..2,4 В 
Ток потребления .............................. ,.; 170 мА 
Ток утечки на входах .......................... ,.; 1±101 мкА 
Выходной ток низкого уровня в состоянии 
«выключено» ................................. ,.;l-10I мкА 
Емкость нагрузки ............................. ..-; 150 пФ 

КР1810ВК56 

Микросхема представляет собой многофункциональный уни­
версальный периферийный контроллер поддержки микропроцес­
сора и предназначена для создания микропроцессорных систем 

объединения пяти функций четырех контроллеров периферии 
(КР5808В51, КР580В855А,КР1810ВИ54, КР18108Н59А) в одном 
корпусе. Обеспечивает выполнение следующих функций: про­
граммного последовательного асинхронного интерфейса с раз­
рядностью информационного кода 5, 6, 7 или 8 бит, генерацией 
бита приоритета, стоп-бита, равного 1, 1,5 или 2 битам информа­
ции; последовательного приемопередатчика со скоростью обме­
на до 19,2 кбит/ с без использования внешней синхронизации; 
пяти 8-разрядных таймеров-счетчиков (4 последние могут быть 
каскадированы в 2 16-битных таймера-счетчика; двух программи­
руемых 8-битных параллельных порта ввода/вывода, порт 1 мо­
жет быть запрограммирован для квинтирования порта 2 и выпол­
нения функций счетчика входных событий; каждый из 8 бит порта 
1 может быть индивидуально запрограммирован как на ввод, так 
и на вывод, а 8 бит порта 2 могут объединяться по 2 х 4 раздель­
ных бита и индивидуально программироваться на ввод или вы­
вод; программируемого восьмиуровневого контроллера преры­

ваний, который может программироваться для работы с 
КР1821ВМ85. Сопрягается с КР1810ВМ86 (КР1810ВМ88), 
КР1821ВМ85, КР1816ВЕ48 (КР1816ВЕ51). 

Корпус типа 2123.40-2, масса не более 11 г. 
Назначение выводов: 1 ... 5- каналы адреса - данных 

ADB0 ... ADВ4; 6 ... 8 - каналы данных D85 ... OВ7; 9- строб адре­
са СА; 10- чтение RD; 11-запись WR; 12- сброс или установ­
ка в исходное состояние; 13-выбор микросхемы CS; 14- под­
Т!Зерждение запроса прерывания INTA; 15 - запрос прерывания 
INTR; 16- внешнее прерывание ЕХТ/NТ; 17-тактовый импульс 
С; 18-синхронизация приемника RxC; 19- вход приемника 
RxD; 20 - общий; 21 - готовность приемника· терминала CTS; 
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22 - синхронизация передатчика ТхС; 23 - выход передатчика 
TxD; 24 ... 31 - вводы/ выводы порта 2 Р27 .. .Р20; 32 ... 39- вво­
ды /выводы порта 1 Р17 .. .Р10; 40-напряжение питания. 

Реnютр 
•ОМ811А(]) 

Структурная схема КР1810ВК56 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5% 
Входное напряжение низкого уровня ............ ~ 0,8 В 
Входное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . ~ 2 В 
Выходное напряжение низкого уровня ........... :s;; 0,45 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . ~ 2,4 В 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 170 мА 
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Выходной ток низкого уровня . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 2,5 мА 
Выходной ток высокого уровня ................. ~ 1-4001 мкА 
Частота следования тактовых импульсов ......... ~5.12 МГц 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 150 пФ 

К1810ВМ86, КМ1810ВМ86, КР1810ВМ86, 
КР181 ОВМ86Б, КР181 ОВМ86М 

Микросхемы представляют собой однокристальный 16-раз­
рядный микропроцессор с фиксированной системой команд, 
с мультиплексной 20-разрядной магистралью адреса и 16-раз­
рядной магистралью данных и предназначены для использова­
ния в качестве центрального процессорного устройства при по­
строении средств вычисли-

тельной техники (микро­
ЭВМ, мультипроцессорных 
систем). Обладают быстро­
действием .цо 2,5-1а8 опер/с 
типа RR при тактовой часто­
те 5 МГц, обеспечивают воз­
можность прямой адресации 
памя,и объемом до 1 Мбайта, 
65 536 устройств ввода и 
65 536 устройств вывода. Для 
вычисления адресов олеран­

дов, размещенных в памяти, 

используются 24 режима ад­
ресации. Имеют векторную 
структуру прерывания и 

обеспечивают обработку до 
256 запросов прерывания 
трех типов: внешних, внуr­

ренних и программных. Архи­
тектурной особенностью яв­
ляется наличие аппаратно­

программных средств, позво­

ляющих упростить построе-

2S 
JJ 

1 
{ 

! i 

CPIJ 14 
25 
2~ 
27 
28 
29 
J2 
s~ 
!5 
11 
31 
!I 

JO 
JI 

Условное графическое обозначение 
К1810ВМ86, КМ1810ВМ86, 

КР1810ВМ86 

ние мультипроцессорных систем на его основе и обеспечиваю­
щих синхронизацию работы нескольких независимых (выполня­
ющих собственные потоки команд) процессоров, имеющих об­
щие ресурсы, а также синхронизацию параллельной работы 
микропроцессора и сопроцессоров (специализированных про­

цессоров, аппаратно реализующих команды сложных проце-
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дур). Характеризуются двумя режимами работы (минимальным 
и максимальным), которые отличаются способом формиро­
вания сигналов обмена и соответственно возможностями реа­
лизуемых систем. В минимальном режиме МП формируют все 
сигналы для управления внутрисистемным интерфейсом микро­
процессорных систем (МПС) и используются для построения од­
нопроцессорных контроллеров и микро-ЭВМ с К1810ГФ84, 
К1810ИР82, К1810ИР83, К1810ИР86, К1810ИР87. В максималь­
ном режиме МП используются для построения МПС, в которых 
сигналы управления шиной вырабатываются К1810ВГ88 на ос­
новании кода, сформированного МП. Структура микропроц~со­
ра ориентирована на параллельное выполнение функций вы­
борки и команд и состоит из устройства сопряжения канала 
(УСК), устройства обработки (УО) и устройства управления и 
синхронизации. В УСК входят шесть В-разрядных регистров оче­
реди команд, четыре 16-разрядных сегментных регистра; 16-
разрядный регистр адреса (указателя) команды; 16-разрядный 
регистр обмена; 16-разрядный сумматор адреса. Устройство об­
мена предназначено для выполнения операций по обработке 
данных и включает 16-разрядное АЛУ, восемь 16-разрядных ре­
гистров общего назначения, 16-разрядный регистр признаков 

состояния микропроцессора. 

ИС обеспечивают формирование 20-разрядного адреса для 
адресации ячейки внешней памяти, позволяют обрабатывать 256 
типов прерываний с номерами от О до 255, которые делятся на 
внешние аппаратные, внутренние аппаратные и программные. 

Особенностью ИС является возможность аппаратной перестрой­
ки внутренней структуры схемы управления и синхронизации. 

Также, как и для КР580ИК80 система команд К1810ВМ86 может 
быть представлена в двух видах: на языке ассемблера (около 100 
различных типов команд) и в машинных кодах. 

Содержат 29 ООО интегральных элементов. 
Корпус типа 2123.40-,6, 2123-40-2, масса не более 11 г. 
Назначение выводов: а) используемых как для минимально-

го, так и для максимального режимов работы: 1, 20 - общие; 
2 . .-16-входы/выходы канала адреса/данных (с тремR состоя­
ниями); 17 - вход немаскируемого запроса прерывания; 18-
вход маскируемого запроса прерывания; 19- вход тактового 
сигнала; 21-вход сигнала установки/сброса; 22-вход сигна­
ла готовности; 23 - вход сигнала проверки; 32- выход сигнала 
чтениR (с тремя состояниями); ЗЗ - вход режима минимального/ 
максимального включения; 34 - выход разрешения передачи по 

старшей половине канала данных/сигнала состояния 7 (с тремя 
оостояниями); 35 ... 38- выходы канала адреса/сигналь~ состоя­
ния (с тремя состояниями); 40 - напряжение питания; 
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б) ис::пользуемьiх толькб в минимальном режиме: 24 _: вы­
ход подтверждения прерывания; 25 - выход стробирующего 
сигнала (разрэшения фиксации) адреса; 26 - выход разреше­
ния передачи данных (с тремя состояниями); 27 - выход выда­
чи/ приема данных (с тремя состояниями); 28- выход памяти/ 
внешнего устройства (с тремя состояниями); 29- выход записи 
(с тремя состояниями); 30- выход подтверждения захвата; 
31 - вход захвата; 

· в) используемых только в максимальном режиме: 24, 25 -
выходы сигналов состояния очереди команд; 26 ... 28 - выходы 

сигналов состояния цикла кi:tнала (с тремя состояниями); 29-
выход программной блокировки (канал занят); 30, 31 - входы/ 
выходы запроса/разрешения доступа к магистрали. 
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Структурная схема К1810ВМ86, КМ1810ВМ86, КР1810ВМ86 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5% 
Входное напряжение низкого уровня ............ .r;; 0,8 В 
Входное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . . ~ 2 В 
Входное напряжение тактовых импульсов: 

высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;,, 3,9 В 
низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,s; 0,6 В 
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Выходное напряжение низкого уровня ........... ~ 0,45 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . ;;,, 2,4 В 
Ток потребления: 

К1810ВМ86, КМ1810ВМ86, КР1810ВМ86 ...... Е.400 мА 
КР1810ВМ86Б, КР1810ВМ86М ........•..... :1i;350 мА 

Выходной ток низкого (высокого) уровня 
в состоянии «выключено,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,i;; 1± 1 О I мкА 
Ток утечки на входах высокого (низкого) уровня .. '-1±101 мкА 
Время перехода тактового сигнала из сосrояния 
низкого (высокого ) уровня в состояние высокого 
(низкого) уровня ...............•..••.•.....•.. Ei 1 О нс 
Время установления сигналов данных в цикле 
приема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ;э, 30 нс 
Время сохранения сигнала данных в цикле 
приема ..........................•........... ;;, 10 нс 
Минимальное время выполнения короткой команды: 

пересылка ................................ 0,4 мкс 
сложение ..........•..................... 0,6 мкс 
умножение ............................... 23,мкс 
деление .................................. 28,8 мкс 

Время нарастания выходных сигналов ........... ~20 нс 
Время спада выходных сигналов ...........•.... Ei 12 нс 
Время установления сигнала высокого уровня 
на входе «готовность» ......................... ;э, 35 нс 
Время сохранения сигналов осготовность» ........ ;э, О нс 

Время установления сигналов NMI, INT, TEST . . . . ;э, 30 нс 
Время установления сигнала «захват» . . . . . . . . . . . ;,. 35 нс 
Время установления сигнала «запрос доступа 

к магистрали» на входах RQIGT1, ROIGTO ...... ;,.30 нс 
Время сохранения сигнала «запрос доступа 
к магистрали» на входах RQIGT1, ROIGTO ...... ;,.40 нс 
Время задержки сигналов адреса (А 19 ... АО) BNE, 
сигналов данных (D15 ... DO): 

КР18010ВМ86 ............................. 10 ... 110 нс 
КР18010ВМ86Б ........................... 10 ... 60 нс 

Время задержки сигналов адреса (А 15 ... АО) при 
переходе в высокоимпедансное состояние: 

КР1801 ОВМ86 ............................. ;,. 1 О нс 
КР1801 ОВМ86Б ........................... ;э, 50 нс 

Время задержки сигнала ALE при переходе из состоя-
ния низкого уровня в состояние высокого уровня . . "80 нс 
Время задержки сигнала ALE при переходе из состоя-
ния высокого уровня в состояние низкого уровня: 

КР18010ВМ86 ............................. ;,.85 нс 
КР1801 ОВМ86Б ........................... ;э, 55 нс 
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Время задержки сигналов данных (D15 ... DO) при 
переходе в высокоимпедансное состояние в цикле 

выдачи .•.................................... ;.: 10 нс 
Время перехода выходного сигнала из состояния 
высокого уровня в состояние низкого уровня .. ; . . ;.: 12 нс 
Время перехода входного сигнала из состояния 
низкого уровня в состояние высокого уровня . . . . . ;.: 20 нс 
Время задержки сигнала М//0 КР180108М86Б ... 10 ... 60 нс 
Время задержки сигнала DEN, WR, INTA 
КР18010ВМ86Б ............................... 10 ... 70 нс 
Период следования импульсов тактовых сигналов . 200 ... 500 нс 
Входная емкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Е. 15 пФ 
Емкость входов/выходов ...................... Е.20 пФ 

Предельно допустимые режимы эксмуатации 

Напряжение питания ....................... 4,75 ... 5,25 В. 
Входное напряжение высокого уровня . . . . . . . . 2 ... 5,25 В 
Входное напряжение высокого уровня 
КР18010ВМ86М ........................... 2 ... (Uп + 0,5) В 
Входное напряжение низкого уровня •.......• -о,з ... +0,8 В 
Входное напряжение низкого уровня 
КР180108М86М ........................... -0,5 ... +О,8 В 
Максимальный выходной ток высокого уровня . l-0.4 I мА 
Максимальный выходной ток низкого уровня . . 2 мА 
Максимальная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . 100 пФ 
Температура окружающей среды .........•.. -10 ... +70° С 

К1810ВМ87, КМ1810ВМ87, КМ1810ВМ87Б 

Микросхемы представляют собой однокристальный специали­
зированный микропроцессор (80-битовый арифметический сопро­
цессор) и предназначены для выполнения числовых операций с 
высокой производительностью и точностью в формате с фиксиро­
ванной и nлавающеti запятой. Не имеют механизма выборки ко­
манд и используются только совместно с КМ1810ВМ86 
(КР1810ВМ88), что повышает его производительность в 100 раз 
при выполнении операций с многоразрядными целыми и веще­
ственными числами и расширяет систему команд до 159 мнемоко­
дов. Совмещение с КМ1810ВМ86 (должен быть установлен макси­
мальный режим) сводится к простым соединениям соответствую­

щих выводов без использования дополнительных ИС. В систему 
команд входят 16 команд управления, 9- пересылки данных, 
25 - арифметических, 7 - сравнения, 5 - трансцендентных фун­
кций, 7 - загрузки констант. Производят операции с 7 типами дан-
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Условное графическое обозначе­
ние К1810ВМ87, КМ1810ВМ87, 

КМ1810ВМ87Б 

ных, включающих 3 формата дво­
ичных целых чисел длиной 16, 32 
и 64 двоичных разряда; 1 формат 
двоично-десятичных целых чисел 

длиной 80 двоичных разрядов; 3 
формата действительных чисел с 
плавающей запятой длиной 32, 64 
и 80 разрядов. ИС позволяют 
представлять специальные вели­

чины: плюс нуль, . минус нуль, 

плюс бесконечность, минус бес­
конечность, неопределенность 

(замаскированный ответ на осо­
бый случай - недействительная 
операция), нечисловую величину, 

денормализованные числа; конт­

ролируют особые случаи наличия 
денормализованного операнда 

недействительной операции, пе­
реполнения, антипереполнения, 

деления на нуль, неточностиj при 

обнаружении немаскируемых 
особых случаев приостанавлива­

ют выполнение программы. Име­
ют набор арифметических ко­
манд, включающих сложение, вы­

читание, умножение и деление, специальные вычислительные ко­

манды (вычисление квадратного корня, масштабирование, нахож­

дение тангенса, арктангенса, логарифма). 
Внутренние операции производятся в диапазоне действи­

тельных чисел ±3,4 • 10-4932 ••• :t:1,2-104932, а вычисления с пере­
программируемой точностью 64, 53 или 24 двоичных разряда. 
Обращение к сопроцессору осуществляется только по его ко, 
мандам. В памяти числовая информация может быть представ• 
лена 2-, 4-, 8-байтными целочисленными данными, 10-байтными 
упакованными двоично-десятичными данными, 4-, 8- и 10- байт­
ными действительными данными. ИС состоят из устройства уп­
равления, синхронизирующего работу ЦП и сопроцессора, 
и исполнительного устройства (операционного устройства), 
выполняющего все операции по обработке данных. В состав ус­
тройства управления (устройства шинного интерфейса) входят 
регистры управляющего слова, слова состояния, указателя те­

кущей команды, предварительной очереди данных и модуль 
синхронизации. В состав исполнительного устройства входят 
·регистровый стек (восемь ВО-разрядных регистров), микропро-
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rр.аммный·модуль, арифметический модуль, модуль·.обрабо.rки 
порядка, модуль программного сдвига, регистры временного 

хранения и регистр слова признаков. ' 
Корпус типа 2123.40-9, масса не более 8 г. 

Устройство 111мииоrо 
иитвр,рвйса 

Оnврациоииое устрьйс,во 

CR 

Моау11ь 
оСSра6ат11и 

nop1411a 

16 

Реrмстр 
саеиrа 

68 

611011 
ynpae• 
ЛВИМI 

Сумма'rQР 

Очере.11ь 
IIOMilИA 

п~ 
IIOИC'l'il.ИJ 

16 Perмcrp 
P83\Vltl'l'll'l'il 

Ари9меrичес111ие 
реrистрм · 

Структурная схема К1810ВМ87, КМ1810ВМ87: 
БР -буферный регистр; TAG -регистр этикеток; SR- регистр состояния; СА -

регистр уnравлени11; ЕР - указатель исклю4ительных ситуаций 

Назначение выводов: 1, 20 ,;__ общие; 2 ... 16, 39 - входы/ 
выходы шины адреса/данных; 17, 18, 29, 30-свобьдные; 
19-:-- вход синхронизации; 21 - вход установки (сбросаj; 22-
вход сигнала готовности; 23- выход сигнала занятости; 24, 
25 - входы сигналов выборки команд из очереди команд; 
26 ... 28 - входы/ выходы состояния цикла шины; 31, 33 - вхо­

ды/ выходы запроса/ разрешения на владение шиной 
А/15 ... А/О; 32-выход запроса прерывания; 34-вход/вы­
ход разрешения передачи по старшей половине · шины 
D15 ... D8; 35 ... 38- входы/выходы шинь1 адреса состояний; 
40 - напряжение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ..•........ 
Выходное напряжение низкого уровня ....... . 
Выходное напряжение высокого уровня ... . ·.:. ·. 
Ток потребления .......................... . 
Ток утечки на входах ...................... . 

16-780 

58±5% 
:о;;;О,45 В 

;;!:2,4 В 
:1а540 мА 
:1al±101 мкА 
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Выходной ток в состоянии «выключено» . . . . . . . ~ 1± 1 О I мкА 
Потребляемая мощность . .-.................. ~з Вт 
Частота синхронизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ... 5 МГц 

Предельно допустимые режимы эксплуатации. 

Напряжение питания ....................... 4,75 ... 5,25 В 
Выходное напряжение высокого уровня ....... 2 ... 5,25 В 
Входное напряжение низкого уровня ......... -0,5 ... +О,8 В 
Входное напряжение низкого уровня тактовых 
сигналов ................................. -0,5 ... +О,6 В 
Минимальный выходной tок высокого уровня .. -0,4 мА 
Максимальный выходной ток низкого уровня . . . 2 мА 
Максимальная емкость нагрузки: 

по выводам RQ/GTO, RQIGТ1 .......... 40 nФ 
по остальным выводам . . . . . . . . . . . • . . . . . . 100 пФ 

Температура окружающей среды ............ -10 ... +70° С 

28 

l.tJ 

К1810ВМ88, КМ1810ВМ88, КР1810ВМ88 

CPU 

INТA(QS1) 

ALE(QSO) 
[J[N(SAO) 
DT~(Sд1) 

loifl(9:°2) 
ov WR(LOCК) 

0V RD 
SST0(-) 

sv 30 HlDARQ/GT1 
HOLORQ/GTO 3t 

Условное. графическое 
обозначение К1810ВМ88, 
КМ181 ОВМ88, КР18.1 ОIЭМ88 

Микросхемы представляют co­
бoil 16-битовый микропроцессор с 
8-битовой внешней шиной данных 
(цеttтральное процессорное уст­
ройство с байтовым принципом 

организации) и предназначены для 
перевода аппаратных q,едсrв, nо­

строеннt.:.Iх на К580ВМ80 и 
К580ВМ85, на nроrрамм~чую среду 
К1810ВМ86 ДЛSJ оовыwемия произ­
водительносrи. Имеют а~­
ную архитектуру м одииаков.ую сис­

тему команд с К1810ВМ86. Раэm­
чия состоят в изменении разрядно­

сти шины данных и соотвеrствую­

щих изменениях структуры и рабо­
ты шинного интерфейса. В назна­
чении выводов линии адреса 

А 15 ... АВ используются только для 
выдачи адресов, а линия ВНЕ заме­
нена линией состояния "Sso, так 
как К1810ВМ88 может обращаться 
только к бакrам и- надобность в сиr­
нале ~емия старшего байта 
шины ВНЕ отпадает. 
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Корпус типа 2123.40-6, масса не более 7,7 г и 2123.40-2, мас­
са не более 11 r. 

Назначение выводов: 1, 20 - общие; 2 .. . В - выходы канала 
адреса (с тремя состояниями); 9 ... 16- входы/выходы канала 
адреса/данных (с тремя состояниями); 17-вход немаскируе­
мого запроса прерывания; 18 - вход маскируемого запроса 
прерывания; 19- вход тактовых импульсов; 21 - вход сброса; 
22- вход готовности; 23 - вход проверки; 24 - выход под­
тверждения прерывания; 25 - выход разрешения фиксации 

адреса; 26 - выход разрешения данных (с тремя состояниями); 
27-выход передачи/приема данных (с тремя состояниями); 
28 - выход признака обращения к ЗУ или устройству ввода/ 
вывода (с тремя состояниями); 29- выход записи (с тремя 
состояниями); ЗО- вход/выход подтверждения захвата; 31 -
вход/ выход захвата; 32 - выход чтения (с тремя состояниями); 
33-вход режима управления минимальныйlмахсимальный; 
34 - выход состояния {с тремя состояниями); 35 ... 38- выхо­
ды канала/ адреса/ состояния ( с тремя состояниями); 39 - вы­
ход канала адреса (с тремя состояниями}; 40 - напряжение 
питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........ · ... 5 В± 5% 
Выходное напряжение низкого уровня ........ -.О,45 В 
Выходное напряжение высокого уровня ..• , • . . > 2,4 В 
Входное напряжение: 

низкого уровня •.................• , ....• -0,5 ... +О,8 В 
высокого уровня ....................... 2 ... (Uп + 0,5) 8 

Входное напряжение тактовых сигналов: 
низкого уровня •....•.....•••...•.•..... -0,5 ... +О,6 В 
высокого уровня ....................... 3,9 ... (Uп + 1) В 

Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. 340 мА 
Ток утечки на входах . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . -.1±1 О I мкА 
Период следования имлульсов тактовых 
сигналов ..........•.•.................... 200 ... 500 нс 
Длительность тактовых сигналов: 

высокого уровня . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . > 69 нс 
мизкоrо уровня . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . > 118 нс 

Время фронта нарастания тактового сигнала 
(на уровне от 1 до 3,5 В) • . . • • • . . • . . . • . . • . • • • -.10 нс 
Время фронта спада тактового сигнала 
(на уровне от 3,5 до 1 В) . • . • • . . . • . • • • . . • • • • . • -. 1 О нс 
Время ус,:ановnения сигналов данных (D7 •.. 00) 
в цмкnе чтения . • • • . . . • . . . . . • . . . . . . • • . • • . • . ;;.: зо нс 
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Время сохранения сигналов данных (D7, .. DO) 
в цикле чтения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;, 1 о нс 
Время установления сигнала RDY ............ ;;, 118 нс 
Время сохранения сигнала RDY . . • . . . . . . . . . . ;;, 30 нс 
Время установления сигнала R0Y 
(только в такте Т2) •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;, 1-81. нс 
Время установления сигналов NMI, INT, TEST . . ;, 30 нс 
Время установления сигнала H0LD . . . . . . • . . . ;;, 35 нс 
Время установления сигнала RQ 
на выводах RQIGT1, RQIGTO ............... ;;,30 нс 
Время сохранения сигнала RQ 
на выводах RQIGT1, RQIGTO ....•.......... .~:4Онс 
Время установления сигнала CR . . . . . . . . . . . . ;;, 30 нс 
Время сохранения сигнала CR . . . . . . . . . . . . . . ;;, 1 О нс 
Время фронта нарастания на уровне 
от 0,8 до 2 В (кроме сигнала С) . . . . . . . . . . . . . . -. 20 нс 
Время фронта спада на уровне от 2 до 0,8 В 
(кроме сигнала С) . . . . . • • . . . • . • . • . . . . . . • . . . . " 12 нс 
Время задержки сигналов адреса (А19 ... АО) .. 10 ... 110 нс 
Время сохранения сигналов адреса (А 19 ... А 16), 
(А7 ... АО) •.•••........•................•..• ,1110 нс 
Время задержки сигналов данных (07 ... DO) . . . 1 о ... 11 О нс 
Время задержки си~налов данных (07 .. . DO) 
в цикле записи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;, 1 О нс 
Время задержки сигналов /0/М, SA0 ........ 10 ... 110 нс 
Время задержки сигнала HLDA . . . . . . • . . . . . . . 1 О ••• 160 нс 
Время задержки сигнала L0CK . . . . . . . . . . . . . . 1 О ... 11 о нс 
Время задержки сигнала GT на выводах RQIGTO, 
RQIGT1 ................................. 0 ... 85 нс 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ....................... 4,75 ... 5,25 В 
Входное напряжение высокого уровня ....•.•. 2 ... (Un + 0,5) В 
Входное напряжение низкого уровня ......•.. -0,5 ... +0,8 В 
Минимальный выходной ток высокого уровня .. -0,4 мА 
Максимальный выходной ток низкого уровня . . 2 мА 
Максимальная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . • . 100 пФ 
Температура окружающей среды ............ -10 ... +70° С 

К181 ОВМ89, КМ181 ОВМ89, КР181 ОВМ89Б 

Микросхемы представляют собой однокристальный 20-бито­
вый специализированный процессор ввода/вывода. Использу­
ются совместно с К580ВМ80, КМ1810ВМ86, КМ1810ВМ88 и 
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предназначены для повыше­

ния производительности сис­

тем благодаря освобождению 
ЦП от управления вводом/вы­
водом и осуществлению вы­

сокоскоростных пересылок с 

прямым доступом в память 

(ПДП). К основным функциям 
ИС относятся инициализация 
и управление контроллерами 

внешних устройств, обеспече­
ние универсальных пересы­

лок с ПДП. Могут работать па­
раллельно с ЦП одновремен­
но по двум каналам ввода/ 
вывода, каждый из которых 
обеспечивает скорость пере­
дачи информации до 
1,25 Мбайт / с при тактовой ча­
стоте 5 МГц. Имеют 2 иден­
тичных канала ввода/вывода, 
каждый из которых содержит 
пять 20-битовых, четыре 16-
битовых и один 4-битовый ре­
гистры. Обеспечивают 16-би­
товую шину данных для связи 

с ОЗУ и портами ввода/выво­
да. Шина адреса имеет 20 ли­
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Условное графическое обозначение 
К1810ВМ89, КР1810ВМВ9 

ний, что позволяет непосредственно адресоваться к памяти ем­
костью до 1 Мбайт. Система команд содержит 53 мнемокода. 
Могут сопрягать 16- и В-битовые шины и периферийные устрой­
ства. ИС содержат общее устройство управления (УУ), коорди­
нирующее работу функциональных устройств; АЛУ, выполняю­
щее беззнаковые арифметические операции над В- и 16-бито­
выми двоичными числами (сложение, инкремент, декремент); 
регистры сборки/разборки, участвующие при передаче всех 
данных, поступающих в процессор; очередь команд, исполь­

зующаяся для повышения производительности процессора при 

выборке их из памяти; блок шинного интерфейса, осуществляю­
щего управление и определяющеrо циклы шины, связанные 

с выборкой команд и передачей данных между процессором 

и памятью или устройством ввода/вывода. 
Корпус типа 2123.40-6, масса не более 7,7 г. 
Назначение выводов: 1, 20 - общие; 2 ... 16, 39 - входы i вы­

ходы каналов адреса/ данных; 17, 18 - выходы сигналов запро~ 
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сов прерываний от каналов 1 и 2; 19- вход тактового сигнала; 
21 - вход сигнала сброса; 22 - вход сигнала готовности; 23-
вход вызова сигнала; 24 - вход выбора ведущей/ведомой (мас­
тер/подчиненный); 25- вход/выход сигнала запроса/предос­
тавления шины; 26 ... 28 - выходы состояния процессора ввода/ 
вывода во время выполняемого цикла; 29 - выход запроса до­

полнительного цикла к шинному контроллеру; 30, 31 - входы 
запросов прямого доступа к памяти от внешних устройств; 32, 
33 - входы управления продолжительностью передачи прямого 

доступа каналов 1 и 2; 34 - выход сигнала разрешения старшего 
байта шины данных (08 ... 015); 35 ... 38- выходы адресов сигна­
лов состояния; 40- напряжение питания. 

СА SEL RESET 

i!O 

уу 

Реnа:трм 
с/5орки­
рq5оркм 16 

Очере.u, 
aoмuu. 

В80&0М- &аоа 

еыео.11ом ■иииоrа 

D15- 00 

20 8А/ 

aamt"8AC8 
DRQ1 ЕИТI smm DRQi! ЕИТ2 SINТR2 ~i'--....:::::.;CL;.;a;Jt 

JIOAff READY 

Стру1пурнай схема К18108М89, КМ18108М89, КР1810ВU89Б 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .............. 5 В ±5% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . i;; 0,45 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . ;э, 2,4 В 
Ток потребления .............................. ,..350 мА 
Ток утечки на входах ........................ ; . <1±101 мкА 
Выходной ток низкого в состоянии «выключено» .. "1±101 мкА 
Входная емкость, емкость входа/ выхода . . . . . . . . . <; 15 пФ 
Время задержки сигналов S2 ... SO при переходе 
в неактивное состояние: 

КР1810ВМ89 ............................ , . i;; 130 нс 
КР1810ВМ89Б ............................ i.;120 нс 

Время задержки сигналов S2 ... SO при переходе 
в активное состояние •.........•••. , . • . • . . • . • . . . -. 11 О нс 
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Время задержки сигналов адреса AD15 ... ADB, 
А19 ... А16 ................................... ~110 нс 
Тактовая частота ............................. ..:5 МГц 
Минимальное время выполнения короткой 
команды ..................................... 3,4 мкс 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания .......................... 4,75 ... 5,25 В 
Выходное напряжение высокого уровня .......... 2 ... (Uл + 1) В 
Входное напряжение низкого уровня ............ -0,5 ... +О,8 В 
Входное напряжение тактовых сигналов низкого 
уровня ...................................... -0,5 ... +0,6 В 
Входное напряжение тактовых сигналов высокого 
уровня ................................. , .... 3,9 ... (Ил+ 1) В 
Максимальный выходной ток высокого уровня .... I-О,4I мА 
Максимальный выходной ток низкого уровня . . . . . 2 мА 
Максимальная емкость нагрузки: 

А16 ... А19, ADO ... AD15, SO ... S2, S3 ... S6, 
LOCK, ВНЕ ............................... 150 пФ 
SINТR1, S/NTR2 ........................... 100 пФ 
RQIGT .................................. ЗОпФ 

Температура окружающей среды ............... -10 ... +70° С 

К181 ОВН59А, КР181 ОВН59А 

Микросхемы представляют собой 
программируемый контроллер преры­
вания и предназначены для реализа­

ции прерываний в системах с приорите­
тами многих уровней. Могут применять­
ся совместно с ИС серий К580, КМ181 О. 
Работа ИС в режимах прерывания по 
запросу и прерывания по результатам 

опроса аналогична работе в этих режи­

мах КР580ВН59. 
ИС обслуживают до 8 запросов на 

прерывание микропроцессора, посту­

пивших от внешних устройств, и позво­

ляют расширять число обслуживаемых 

запросов до 64 путем каскадного со­
единения. Уровни приоритета входов 
запросов устанавливаются программ­

ным путем. 

ИС имеют несколько программных 

/NT 

CASO 

CASI 

CASZ 

11 

12 

IJ 

15 

Условное графическое 
обозначение К181 ОВН59А, 

КР1810ВН59А 

455 



способов задания дна приоритетного кольца, применяемых в за­
висимости от системных требований. 

В состав ИС входят устройство управления, буферная схема 
шины данных, логическая схема чтения (записи), буферная схема 
каскадирования, регистр запросов прерывания, в котором хра­

нятся запросы от ожидающих обслуживания периферийных уст­
ройств, регистр обслуженных запросов, схема маскирования за­
просов прерывания и анализа их по приоритету и 8-разрядная 

шина данных. 

Корпус типа 2121.28-5, масса не более 5 г. 

iNfA IN7 

!lcmp11tic1116tJ IЛJlfl/Af//fUJr 

l'flll/CЛ1P 
t1k.лvнrelf• 

/il,/,/( 
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&пна 11r1cя11pdaNUJr 11111/111• 
1111 lfl"P~/alf(llf II t1lftlA1J.11S 

IIЯ 1111 l1/IIJll/fU11116111f1 

Структурная схема К1810ВН59А, КР1810ВН59А 

Назначение выводов: 1 -вход выбора микросхемы; 2 -
вход записи; 3-вход чтения; 4 ... 11-входы/выходы канала 
данных (двунаправленные трехстабильные); 12, 13, 15-входы/ 
выходы шины каскадирования (двунаправленные трехстабиль­
ные ); 16- вход/выход выбора ведомой микросхемы (разреше­
ние данных); 17- выход прерывания; 18 ... 25- входы запроса 
прерывания; 26 - вход подтверждения прерывания; 27 - адрес­
ный вход; 28 - напряжение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . 5 В ± 5% 
Входное напряжение низкого уровня ......... -0,5 ... +0,8 В 
Входное напряжение высокого уровня ..•...•. 2,2 ... (Un + 0,5) В 
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Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . ,s;; 0,45 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . .i: 2,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня 
на выходе «прерывание»: 

при /tых=О,4 мА ........................ .i:2,4 В 
при /tых=-0,1 мА ....................... .i:3,5 В 

Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,s;; 85 мА 
Ток утечки на входах .....•................. ,s.1±101 мкА 
Выходной ток низкого в состоянии 
«выключено» ............................. ,s.1±101 мкА 
Входной ток низкого в состоянии 
«выключено» ............................. ,s.1±101 мкА 
Входной ток на выводах «запрос прерывания»: 

при Итс=О В ..............•....•....... ,s.l-3001 мкА 
при Итс=Ип ....................•...... ,s;; 100 мкА 

Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ,s;; 100 пФ 
Длительность сигнала «запись» низкого уровня • ;;i: 290 нс 
Время восстановления сигнала «запись» . . . . . . ~ 370 нс 
Время установления сигнала адреса (АО) 
относительно сигнала «запись» . • . . . • . . . . . . . . О нс 
Время установления сигнала «выбор микро-
схемы» относительно сигнала «запись» . . . . . . . О нс 
Время сохранения сигнала адреса (АО) относи-
тельно сигнала «запись» ......•............. 
Время сохранения сигнала «выбор микросхемы» 
относительно сигнала «запись» ............. . 
Время установления сигнала данных (D7 .. . DO) 
относительно сигнала запись ...............• 
Время сохранения сигнала данных (D7 ... DO) 
относительно сигнала запись •.•••......•.... 
Длительность сигнала «чтение» низкого уровня 
Время восстановления сигнала «чтение» ..... . 
Длительность сигнала «подтверждение преры­

о нс 

о нс 

.i:240 нс 

о нс 
.i:250 нс 
.i:300 нс 

вания» низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i: 235 нс · 
Время восстановления сигнала «подтверждение 
прерывания» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i: 300 нс 
Время задержки сигнала «разрешение буфера» 
относительно сигнала «чтение»: 

при переходе из состояния низкого уровня 

в состояние высокого уровня • . . . . . . . . . . . . ,s;; 150 нс 
при переходе из состояния высокого уровня 

в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . • . . ,s;; 125 нс 
Время установления , сохранения сигнала 
адреса (АО) относительно сигнала «чтение,, . . . О нс 
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Время установления , сохранения сигнала 
«выбор микросхемы» относительно сигнала 

«чтение» ................................. О нс 
Время задержки сигнала данных (07 ... 00) при пе-
реходе из состояния «выключено» в состояние 

низкого (высокого) уровня относительно сигна­
ла «чтение» при переходе из состояния высокого 

уровня в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . :i. 200 нс 
Время задержки сигнала данных (07 ... 00) 
при переходе из состояния низкого (высокого) 
уровня в состояние «выключено» относительно 

сигнала «чтение» при переходе из состояния 

низкого уровня в состояние высокого уровня . . 1 О ... 100 нс 
Время задержки сигналов данных (07 ... 00) 
относительно сигнала адреса (АО) . . . . . . . . . . . :i. 200 нс 
Время задержки сигнала «прерывание» относи-

тельно сигнала «запрос прерьtвания» . . . . . . . . . ~ 350 нс 
Время восстановления сигнала «запрос преры-
вания» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;э, 100 нс 
Время сохранения сигнала «запрос прерывания» 

относительно сигнала «подтверждение преры-

вания 1 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;э, 200 нс 
Время установления сигнала «подтверждение 

прерывания 1 » относительно сигнала «преры-
вания» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;э, 100 нс 
Время задержки сигналов данных (07 ... 00) 
при переходе из состояния «выключено» 

в состояние низкого (высокого) уровня относи­
тельно сигнала «подтверждение прерывания» 

при переходе из состояния высокого уровня 

в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . :i. 200 нс 
Время задержки сигналов данных (07 ... 00) 
при переходе из состояния низкого (высокого) 
уровня в состояние «выключено» относительно 

сигнала «подтверждение прерывания» при пере-

ходе из состояния низкого уровня в состояние 

высокого уровня ........................... 10 ... 200 нс 
Время задержки сигналов каскадирования 

относительно сигнала «подтверждение 

прерывания» 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i. 565 нс 
Время установления сигналов каскадирования 
относительно сигнала «подтверждение 

прерывания» 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;э, 55 нс 
Время задержки сигналов данных (07 ... 00) 
относительно сигналов каскадирования . . . . . . . :i;; 300 нс 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 

'Ааксимальное напряжение питания . . . . . . . . . . 5,25 В 
Максимальное входное напряжение: 

низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 В 
высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,25 В 

Минимальный выходной ток высокого уровня .. -0,4 мА 
Минимальный выходной ток высокого уровня 
на выходе «прерывание» ................... -0, 1 мА 
Максимальный выходной ток низкого уровня . . 2,2 мА 
Максимальная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . 190 пФ 
Температура окружающей среды ............ -10 ... +70° С 

К1810ВТЗ, КМ1810ВТЗ 

Микросхемы представляют собой контроллер динамической 
памяти и предназначены для управления ОЗУ емкостью до 
64 кбит, микропроцессорных систем на сериях К580, К1810, 
К1821, а также для создания функ-
ционально независимых модулей 
динамических ОЗУ. Вырабатывают 
все необходимые сигналы управле­

ния чтением, записью и регенера­

цией для ОЗУ емкостью 4 кбит, 16 
кбит, 64 кбит, выполненного на эле­
ментах памяти серии К565. Кон­
троллеру могут быть заданы режи­

мы внутренней или внешней реге­

нерации, опережающего чтения, 

работы с внешним или внутренним 

генератором. ИС предназначены 
для построения как функционально 
независимых модулей, так и моду­
лей, выполненных в стандарте 

Multibus. 
Корпус типа 2123.40-6, масса 

не более 7,7 г. 
В состав ИС входят 2 функцио­

нальных блока, один из которых 
принимает адреса ячеек памяти от 

центрального процессора (ЦП) и 
формирует их в мультиплексиро­

ванном режиме в правильной пос­
ледовательности на выходе; вто­

рой выполняет операции синхрони-

Условное графическое 
обозначение К1810ВТЗ, 

КМ1810ВТЗ 
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зации, арбитража и формирования полного набора управляющих 
сигналов для динамического ОЗУ. Первый блок включает 2 буфе­
ра для приема от ЦП 16-разрядного адреса ячейки ОЗУ, счетчик/ 
регистр адресов регенерации, 2 мультиплексора, осуществляю­
щих выдачу на выходы мпадших и старших адресов или адресов 

строк регенерации в правильной последовательности в сопро­
вож,цении стробов. Второй блок включает буфер для приема сиг­
налов адресации, записи/считывания от ЦП, триггер для запоми­
нания запроса на регенерацию от внешних источников, счетчик­

таймер, обеспечивающий необходимые запросы на регенера­
цию, арбитр, разрешающий конфликты между_запросами на ре­
генерацию и к памяти, схему для привязки входных сигналов к 
фронтам тактового генератора, генератор синхротактов и логи­
ческую схему, обеспечивающую формирование сигналов управ­

ления элементами ОЗУ и квитирующих сигналов. 
Назначение выводов: 1 ... 5, ЭВ, 39 - входы разрядов 4 ... О, 6, 

5 адреса столбца; 6, 8, 10, 12, 14, 16- входы разрядов 5 ... 0 адре­
са строки; 7, 19- выходы разрядов О, 6 адреса памяти; 9, 11, 13, 
15, 17-выходы разрядов 1 ... 5 адреса строки; 18-вход разря­
да 6 адреса строки/ вход управления режимом 64 цикла; 20 -
общий; 21, 22 - выходы строба о, 1 адреса строки; 23 - выход 
строба 2 адреса строки/ выход разряда 7 адреса к памяти; 24 -
вход О выбора банка/вход разряда 7 адреса строки; 25- вход 1 
выбора банка/вход управления режимом ускоренного считыва­
ния/ вход разряда 7 адреса столбца; 26 - выход строба З адреса 
строки/ код 2 выбора банка; 27 - выход строба адреса столбца; 
28 - выход разрешения записи; 29 - выход подтверждения пе­
реноса (готовности данных); ЭО- выход подтверждения готовно­

сти системы; 31 - вход запроса записи в память; 32- вход зап­

роса считывания из памяти/вход сигнала ЦПУ; ЭЭ- вход разре­
шения запроса памяти; Э4 - вход управлением восстановлени­

ем/ вход запроса ускоренного считывания; 35 - вход выбора ре­
жима 16 к/64 к; 36, 37- выходы для кварцевого резонатора/ 
входы управления режимами; 40 - напряжение питания. 

П р и м е ч а н и е. Если вывод 36 подключить к Vп = 5 В или через резисто11 
сопротивлением 1 кОм к Un = 12 В, то вывод 37 используется для подключения 
внешнего генератора. 

Электрические параметры 

Напряжение питания .......................... 4,75, .. 5,25 В 
Выходное напряжение низкого уровня 

при ,;ык=1,8 мкА ... , ......................... -.о,45 В 
Выходное напряжение высокого уровня 
при nык=-100 мкА ................ , ........•.• ;;i.2,4 В 
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Ток потребления • , . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "290 rv,A 
Входной ток: 
l'IИЗКОГО уровня . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . "2 мА 
высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "0,2 мА 
Тактовая частота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,432 МГц 
Период следования импульсов тактовых 
сигналов ...........•..........•............. 40 ... 54 нс 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "320 пФ 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания .......................... 4,75 ... 5,25 В 
Входное напряжение: 

низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "0,45 В 
высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "5,25 В 

Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "500 пФ 
Температура окружающей среды ............... -10 ... +70° С 

К181 ОВТЗ7, КР181 ОВТЗ7 А, КР181 ОВТЗ7Б, 
КР181 ОВТЗ7В 

Микросхемы представляют собой высокопроизводительный 
контроллер прямого доступа к памяти (ПДП) и используются в 
составе микропроцессорных систем на основе серий К580, 
К1810, К1821 дnя реализации ПДП по четырем независимым ка­
налам с положительным или отрицательным приращением адре­

са со скоростью 1,6 Мбайт / с. Каждый канал может выполнять до 
64 к циклов ПДП. Режим ПДП является самым скоростным спосо­
бом обмена, который реализуется с помощью контроллеров ПДП 
без использования программного обеспечения. ' 

В состав ИС входят 4 канала, состоящих каждый из четырех 
16-разрядных регистров (регистра текущего адреса, регистров 
циклов ПДП, регистра хранения базового адреса и регистра хра­
нения базового числа циклов ПДП), 6-разрядного регистра режи­
ма, а также З функциональных блока, выполняющих функции уп­
равления (буфер шины данных, блок управления контроллером 
при передаче память - память, блок управления режимом ПАП). 
Блок управления контроллером включает регистр команд, ре­
гистр условий, регистр запросов, регистр маски. 

ИС могут работать в двух основных режимах: с центральным 
процессором и выполнения циклов ПДП (в режиме одиночной 
передачи, в режиме блочной передачи, в режиме передачи по 
требованию, в режиме передачи память - память). 
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Корпус типа 2123.40-2, масса не более 6,5 г. 
Назначение выводов: 1- вход/выход чтения /IDR; 2-

вход/выход записи IIQW; З-еыход чтения из памяти MEMR; 
4 - выход записи в память MEMW; 5 - вход смещения PULL-UP; 
6 - вход готовности READY; 7 - вход подтверждение захвата 
HLDA; В - выход строба адреса АDSТВ; 9- выход разрешения 
адреса AEN; 1 О - выход запроса захвата HRQ; 11 - вход выбо­
ра микросхемы CS; 12 - вход тактового импульса С; 13 - вход 
сброса RESET; 14, 15, 24, 25- входы/выходы подтверждения 
канала прямого доступа DACK3 ... DACK0; 16 ... 19- входы запро­
са канала прямого доступа DRQЗ ... DRQ0; 20- общий; 21 ... 23, 
26 ... ЗО- входы/выходы канала данных D7 ... D0; 31 - напряже­
ние питания; 32 ... 35- входы выходы канала адреса АО ... АЗ; 
36-вход/выход конец счета ЕОР; 37 .. .40-входы/выходы ка­
нала адреса А4 ... Al. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . 5 В ±5% 
Выходное напряжение низкого уровня: 

КР1810ВТЗ7А ............................. .;;О,4В 
КР1810ВТЗ7Б, КР1810ВТЗ7В ................ os.0,45 В 

Выходное напряжение высокого уровня: 
КР181 ОВТЗ7 А ............................. ~ 2,5 В 
КР1810ВТЗ7Б, КР1810ВТЗ78 •...•••....•.... ~2,4В 

выходное напряжение высокого уровмя 
иа вь,воде 10 ................................ ~З.5 В 
Ток потребления: 

КР1810ВТЗ7А ........ ; ..•................. -.1зомА 
КР1810ВТЗ7Б, КР1810ВТЗ7В .••..•.....•.••• <150 мА 

Ток утечки низкого уровня на входе: 
КР1810ВТ37д ............•.......•.•...... <1 мкА 
1<Р1810ВТЗ7Б, КР1810ВТЗ7В .........•...... os.10 мкА 

Ток утечки высохого уровня на ·входе: 
КР1810ВТЗ7А ............................. oi;;l-11 мкА 
1<Р1810ВТЗ7Б, КР1810ВТЗ7В ...•.••....•.•.. =s.l-1-0I мкА 

Выходной ток низкого уровня в оостоинмм 
<1·ВЬ1КЛЮчено» . . • . . . • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • .;; 1 мкА 
Входной ток вькхжого уровня в состоянии 
«выключено» ........................•........ -.1-11 мкА 
Время задержки распространения сигнала AEN 
относительно сигнала C{S1) при переходе "13 состоя­
ния высокого уровня в состояние нмзкоrо уровня: 

КР1810ВТЗ7А ............................. <300 нс 
КР1810ВТЗ76 ............................. <225 нс 
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Струкrурноя схема К1810ВТЭ7, КР1810ВТЗ7: 

1 - блок уnравлени11 и синхрони:sации; 2- блок упрuлени11 приоритетом; э- схема уменьшения; 4 - регистр временного счетчика ~пи­
сей (16); 5- буфер чтения; 6- регистр базового адреса; 7 - регистр базового счетчика записей 4 х 16; В - регистр команд (В); 9- ре­
гистр мвски (4); 10- регистр запроса (4); 11-схе11,1а увеличения (Y"'BHbUJ8HИII) регистр временного адреса (16); 12- буфер чтения (;~апи­
си); 13- регистр текущего адреса 4м16; 14-реrистр текущего счетчика записей 4><16; 15-буфер записи; 16-буфер чтения; 17-
внутренняя шина двнньIх; 18-буфер чтения (:sаписи); 19-регистр установки ре)t(има; 20- регистр состояния (8); 21- временной ре-

гистр (В); 22-буфер ввода-вывода; 23- вьIходной буфер; 24-дешифратор команд; 25 -буфер ввода-вывода 



Время задержки распространения сигнала AEN 
относительно сигнала С (S1) при переходе из состоя­
ния низкого уровня в состояние высокого уровня: 

КР1810ВТЗ7д ............................. :;;200 нс 
КР1810ВТЗ7Б ............................. :;; 150 нс· 

Время задержки распространения сигнала А при 
переходе в состояние «выключено» относительно 

сигнала C(S1): 
КР1810ВТЗ7д ............................. :;; 150 нс 
КР181 ОВТЗ7Б ............................. :;; 120 нс 

Время задержки распространения сигналов RD, RW 
при переходе из состояния высокого уровня в со-

стояние «выключено» относительно сигнала С (S1): 
КР1810ВТЗ7д ............................. :;; 150 нс 
КР1810ВТЗ7Б ............................. :;; 120 нс 

Время задf!ржки распространения сигнала О при 
переходе в состояние «выключено» относительно 

сигнала C(S2): 
КР1810ВТЗ7д ............................. :;;250 нс 
КР1810ВТЗ7Б ............................. :i;; 190 нс 

Время сохранения сигнала О относительно сигнала 
ADSTB: 

КР1810ВТЗ7д ............................. .i:50 нс 
КР18·10ВТЗ7Б ............................. .i:40 нс 

Время задержки распространения сигнала DACK 
относительно сигналов С (S1, S2): 

КР1810ВТЗ7д .... ·-· ...................... :;;250 нс 
КР1810ВТ37Б ............................. :;;220 нс 

Время задержки распространения сигнала INT, ЕОР 
относительно сигналов С (SЗ, 84): 

КР1810ВТЗ7А ............................. :;;250 нс 
КР1810ВТ37Б .........•................... :;;220 нс 

Время задержки распространения сигнала INT, ЕОР 
относительно сигнала С (S2) при ускоренном обмене: 

КР1810ВТЗ7А .. ' ......................... ,. :;;250 нс 
КР1810ВТЗ7-Б , .· •.......................... :;;220 нс 

.Время удержания сигнала ADSTB относительно , 
сигнала О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;i: 100 нс 
Длительность тактовых сигналов высокого уровня: 

КР1810ВТЗ7д ....... , ..................... .i:120 нс 
КР1810ВТ37Б ............................. ;;i: 100 нс 

Время задержки распространения сигнала А 
относительно сигнала С (S2): 

·КР1В10ВТЗ7А .. , .......................... ~250 нс 
КР1810ВТЗ7Б ........ , ... : ............... 11о190 нс 
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Период следования тактовых- сигналов: . 
КР1810ВТ37А ......•...................... ;;~.320ж: .. · 
КР1810ВТ376 ............................. ~250нс 
КР1810ВТ37В ............................. ~200+te 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания .. , ....................... 4,75 ... 5,25 В 
Входное напряжение низкого уровня ............ О ... 0,8 В 
Входное напряжение высокого уровня ........... 2 ... Uп В 
Мак<::имальный выходной ток низкого уровня: 

по выводу 8 .............................. 2,5 мА 
по выводам 21 ... 23, 26 ... 30, 36 .............. 2 мА 
по остальным выводам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 мА 

Максимальный выходной ток высокого уровня: 
по выводу 10 ............................. 1-0,11 мА 
по остальным выводам ..................... I-О,2I мА 

Максимальная частота следования импульсов 
тактового сигнала: 

КР1810ВТ37А ............................. 3 МГц 
КР1810ВТ376 ......................... ; ... 4 МГц 
КР1810ВТ37В ............................. 5 МГц 

Максимальное время фронта нарастания (спада) 
сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 нс 
Максимальная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . 150 пФ 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . -1 О ... + 70° С 

К1810ГФ84, КМ1810ГФ84, КР1810ГФ84, 
КР181 ОГФ84А 

Микросхемы представляют собой тактовый генератор с воз­
можностью работы на гармониках ·Кварцевого резонатора 
(КР1810ГФ84) и с выбором режима синхронизации сигнала го­
товности (КР181 ОГФ84А) и предназначены для управл~ 
КР1810ВМ86 и периферийными устройствами, для синхрониза­
ции сигналов готовности с тактовыми сигналами ЦП и cиrf!aJIOВ 
интерфейсной шины Multibus. 

В состав ИСзходят задающий мультивибратор, дет-1тели на 

2 и 3, формирователь тактового сигнала, схемы синх~мза~и 
и выбора задающей частоты и схемы формирования ежналоо 
«установка» и -«готовность». Сигналы формирукн:-ся из-t<олееа,. 

ний основной частоты внешнего кварцевого резонатора, · под­
ключаемого к выводам Х1 и Х2, или третьей гармож,,ки кварце­
ВОFО рез0Натора, выделяемой резонансным-LС-контуром, или от 
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внешнего генератора, подключаемого к выводу 14. Рекомендуе­
мые типы резонаторов: РГ-05, РКВ. РК45ММ. Последовательно 
с резонатором подключается конденсатор (5 ... 25 пФ), подби­
раемый при точной настройке на требуемую частоту мулътивиб­
ратора. В ИС имеются 3 частотных выхода: OSC- мульти­
вибратор. CLK - тактовый сwнал МОП, PCLK - перифе­
рийный тактовый сигнал ПЛ. Частоты связаны соотношением: 

fosc=ЗfcLк=6fpcLк в режиме.- внутреннего генератора и 
fEF1=ЗfcLк=6fpcLк в режиме внешнего генератора. Если вход FIC 
подключен к земле. то генератор работает в режиме формиро-
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Усnовное графическое обозначе­
ние К1810ГФ84, КМ1810ГФ84, 

КР1810ГФ84 

вания сигналов от внутреннего 

генератора, если на вход FIC по­
дается высокий потенциал - то 
в режиме формирования сигна­
лов от внешнего генератора. 

Содержат 528 интеграль­
ных элементов. Корпус типа 
2104.18-5, масса не более 1,8 r. 

Назначение выво.дов: 1 ..;_ 
вход синхронизации; 2 - выход 

тактовый ТТЛ; З-вход адреса 
готовности 1 ; 4- вход сигнала 
готовности 1; 5 - выход сиrна­

ла готовности; 6 - вход сигнала 
готовности 2; 7 - вход адреса 

готовности 2; В - выход такто­

вый МОП; 9 - общий; 10- вы­
ход сигнала установки; 11 -
вход установки; 12 - выход 

мультивибратора; 13-вход выбора задающей частоты; 14-
вход внешней частоты; 15- вход выбора синхронизации 
готовности (КР1810ГФ84А) или для подключения LС-контура 
(КР1810ГФВ4); 16- вывод подключения резонатора Х2; 
17- вывод подключения резонатора Х1; 18- наnряжекие 
питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . • 5 В± 5% 
Выходное напряжение низкого уровня ........... <0,45 В 
Выходное напряжение высокого уровня: 

по выводам 2, 5, 10, 12 .................... .-2,4 В 
по выводу В .••.•.•.•.....•......•..••.•.. .-4 В 

Разность пороговых напряжений высокого и низкого 
уровней на выводе 11 ...................•..•.• ;. 0,25 В 

4'66 



Ток потребления: 
КР181 ОГФ84А ............................. t;;; 162 мА 
КР1810ГФ84 .............................. or.;140 мА 

Входной ток низкого уровня: 
по выводу 15 ............................. -.1-1,з1 мА 
по остальным выводам ..................... t;;;f-0,51 мА 

Входной ток высокого уровня ................... t;; 0,05 мА 
Длительность сигнала высокого уровня 
на входе В .....•..........•...••............. ;;,,43 нс 
Длительность сигнала низкого уровня 
на входе В ................................... ;;,,68 нс 
Время задержки роопространения сигнала RESEТ 
относительно сигнала CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i.; 40 нс 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания .......................... 4,75 ... 5,25 В 
Входное напряж~ НИЭК<,rо уровня ............ -0,4 ... -+0,8 В 
В~ое напря,к-енме аысокоrо уро~ 

по входу 11 .............................. 2,6 ... 5,25 В 
no остальным входам .....•...•...........• 2 ..• 5,25 В 

Максимальный выходной ток низкого уровня • . . . . 5 мА 
Максимальный выходной ток высокого уровю~ .... -1 мА 
Мак-симальная частота генерирования 
на выходе 12 .............•.................. ЗО мrц 
Максимальная частота fla выходе 14 .•...•...... 30 МГц 
Максимальное время фронта нарастания (спада) 
сиmала: 

оо входу 14 .•.........•...........•...... 5 нс 
по остальным входам (кроме 11} . . . . . . • . . . . . 20 (12) нс 

Минимальная длительность сигнала высокого 
(низкого) уровня на входе 14 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 З нс 
Минимальное время установлени111 сиrнаnов 4, 6 
относмтепьно сигнала 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 нс 
Минимальное время сохранения оигнаnов 4, 6 
относительно сигнала В • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • О нс · 
Минимальное время установления сигналов З, 7 
относительно сигналов 4,6 соответственно . . . . . . . 35 нс 
Минимальное время сохранения сигналов З, 7 
относительно сигнала В . . . . • • . . • . . . . . • . . . . • . . . О нс 
Минимальное время установления сигнала 1 
относительно сигнала 14 ..•........•..•...•... 20 нс 
Минимальное время сохранения сигнала 1 
относительно сигнала 14 •...........•..•.••... 10 нс 
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Минимальное время сохранения сигнала 11 
относительно сигнала 8: 

КР1810ГФ84 .............................. 20 нс 
КР1810ГФВ4А ............................. 65 нс 

Минимальное время установления сигнала 15 
относительно сигнала 8 КР1810ГФВ4А •.......... 50 нс 
Минимальное время сохранения сигнала 15 
относительно сипIала 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . О нс 
Максимальная еft'iкость нагрузки. 

по выходу 8 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 100 пФ 
110 остальным выходам . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . 30 пФ 

Температура окружающей среды ............... -10 ... +70° С 

оьщие рекомендации по применению 

Допустимое значение статического потенциала 30 В. 
Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом 

групповой пайки или паяльником. 
Микросхемы серии КР1810 по входам и выходам совместимы 

с микросхемами транзисторно-транзисторной логики (ПЛ) и 
микросхемами серий КР580, КМ580. · 

К двунаправленным выводам микросхемы рекомендуется 
подключать специальные двунаправленные трехстабильные 
шинные формирователи. 

Замену микросхемы при ремонте аппаратуры, установку и 
извлечение микросхемы из контактны~ приспособлений необхо­
димо производить при отсутствии напряжения на выводах мик­

росхем. 

Конструкция изделий обеспечивает трехкратное воздействие 
групповой пайки и лужение выводов горячим способом без при­
менения теплоотвода и соединение при температуре групповой 
пайки 255 ± 10° С в течение не более 4 с. 

Интервал между последовательными пайками 5-10 с. 
Очистку изделий следует производить в спирта-бензиновой 

смеси (1: 1) или спирто-хладоновой смеси (1 :19) при виброотмыв­
ке с частотой 50 ± 5 Гц и амплитудой колебаний до 1 мм в тече­
ние 4 мин. 



Серии КМ1811, КН1811, КР1811 

В состав микропроцессорного комплекса серий КМ1811, 
КН1811, КР1811, изготовленных по пМОП технологии и предназ­
наченных для построения 16-раэрядных микро-ЭВМ, применяе­
мы)( для управления производством и технологическими процес­

сами, сбора и обработки данных, решения научно-технических и 
экономических задач, для проведения инженерно-конструкторс­

ких расчетов, моделировани~ и управления объектами в реаль­

ном масштабе времени, входят типы: 
КМ1811ВМ1, КН1811ВМ1 -центральный процессор, выпол­

няющий арифметические и логические операции; 
КМ1811ВТ1, КР1811ВТ1 -диспетчер памяти центрального 

процессора; 

КМ1811 ВУ1, КН1811 ВУ1 - схема микропрограммного управ­
ления центральным процессором для реализации базовой систе 
мы команд; 

КМ 1811 ВУ2 - схема микропрограммного управления цент­
ральным процессором для реализации команд с плавающей за­
пятой; 

КМ1811ВУ3, КН1811ВУ3_;.,схемы микропрограммного уп­
равления центральным процессором для реализации расширен­

ного набора команд. 
Общие характеристики комплекта: разрядность обрабатыва­

емых данных - 8, 16, 32, 64 бит; разрядность NlY, регистров об­
щего назначения и шины данных - 16 бит; разрядность шины 
адреса - 22 бит; шина адреса и данных - совмещенная; объем 
адресуемой памяти - 4 Мбайт; способ управления - микроко­
мандный; число микрокоманд- 83; базовый набор типов ко­
манд - 89; число команд с плавающей запятой - 46; число ти­
пов команд - 135; число способов адресации - 12; число регис­
тров общего назначения - 18; число программно-доступных ре­
rистров общего назначения - 1 О; система прерываний - !1РИ· 
оритетная, многоуровневая, векторная. 
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КМ1811ВМ1, КН1811ВМ1 
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Условное графическое 
обозначение КМ1811ВМ1, 

КН1811ВМ1 

Микросхемы представляют со­
бой центральный процессор, выпол­
няющий арифметические и логичес­
кие операции над 16-разрядными 

операндами. В состав ИС входят: 
16-разрядное АЛУ, блок регистров 
общего назначения (РОН), мульти­
плексор регистровой записи; муль­
типлексор и дешифратор адреса 
РОН; регистр системных команд; 
регистр микрокоманд; регистр нано­

команд; схема управления, схема 

выбора банка, схема анализа ветв­

ления, дешифратор микрокоманд. 
Имеют два 16-разрядных двунап­
равленных информационных кана­
ла: шину адреса и данных и шину 

микроканала. Совместимы по вхо­
дам и выходам с ПЛ-схемами. 

Корпус 2123,40-6, масса не бо­
лее 7,7 г, Н13.40-1. 

Назначение выводов: 1 - вы­
ход напряжения внутреннего гене­

ратора смещения подложки; 2 -
вход тактовых импульсов; 3 ... 18-
входы/выходы совмещенной шины 
адреса и данных; 19-вход/выход 
сигнала «выбор ВУ»; 20-общий; 
21 - напряжение питания (U112); 

22 - свободный; 23 - вход установки выходов в высокоомное 
состояние; 24 ... 39 - входы/ выходы шины микрокоманд; 40-
напряжение питания (Uп1 ). 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания: 
Uп1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 В ±5% 
Uп2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 В ±5% 

Выходное напряжение низкого уровня по выводам 
3 ... 18, 19, 24 ... 39 ............................. <;0,5 В 
Выходное напряжение высокого уровня: 

по выводам 3 ... 18 ......................... ~2,4 В 
по выводам 24 ... 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 3,5 В 
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Структурная схема ~М1811 ВМ1, КН1811 ВМ1 

Входное напряжение низкого уровня по вы-
воду 19 ..................................... Е;О,8 В 
Входное напряжение высокого уровня по вы-

воду 19 ..................................... ~2.4 В 
Входное напряжение высокого уровня тактовых 

сигналов .......•.................•.......... ;;i:10,8 В 
Ток потребления от источника Un1 •••••••••••••• Е;90 мА 
Ток потребления от источника Un2 •••••••••••••• Е;41 мА 
Потребляемая мощность ....................... 0,99 Вт 
Время установления сигнала входных данных . . . . Е; 75 нс 
Время сохранения сигнала микрокоманды ....... 20 ... 50 нс 
Время установления сигнала микрокоманды . . . . . 50 ... 11 О нс 
Время задержки сигнала нанокоманды . . . . . . . . . . Е; 95 нс 
Время задержки сигнала выходных данных: 

базовый цикл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е; 11 О нс 
цикл ввода/ вывода ........................ Е; 185 нс 

Емкость входа тактового сигнала . . . . . . . . . . . . . . . Е; 60 пФ 
Емкость входов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е; 15 пФ 
Емкость входов/выходов ...................... Е;25 пФ 

471 



Длительность тактового сигнала высокого уровня: 
базовый цикл (режим) ..................... Е;; 145 нс 
цикл ввода/вывода и преобразования 
адреса ................................... Е;;215 нс 

Длительность тактового сигнала низкого уровня: · 
базовый цикл (режим) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,i;; 145 нс 
цикл ввода/вывода и преобразования адреса ..;290 нс 

Время перехода тактового сигнала из состояния 
низкого (высокого) уровня в состояние высокого 
(низкого) уровня ............................. '- 20 нс 

КМ1811 ВТ1, КР1811 ВТ1 

28 м+ 

21 Uccz 

2IJ fiND 

I 61/ 

Условное графическое 
обозначение 

КМ1811ВТ1, КР1811ВТ1 
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Микросхемы представляют собой 
диспетчер памяти, обеспечивающий сты­
ковку КН1811ВМ1 с оперативной памятью 
емкостью до 4 Мбайт. Осуществляют пре­
образование 16-разрядных логических 
адресов в 18- или 22-разрядные физичес­
кие адреса, что обеспечивает расшире­
ние объема адресуемой памяти с 64 до 
256 кбайт или до 4 Мбайт, функции защи­
ты памяти и обеспечивают разделение 
областей адресного пространства, ис­
пользуембго в системном режиме и режи­

ме пользователя, различные виды досту­

па к каждой перемещаемой странице 
(странице без доступа, странице только 
для считывания, страница для записи и 

считывания). Для системного режима и 
режима пользователя перемещение ад­

ресов осуществляется постранично с дли­

ной страницы от 64 байт до 8 кбайт с ша­
гом 64 байт. 

В состав ИС входят: . шестнадцать 
16-разрядных регистров адресов страниц 

(РАС) памяти системы; десять 16-разряд­
ных регистров описания страниц (РОС) 
памяти системы; шестнадцать 16-разряд­

ных РАС памяти пользователя; двенад­
цать 16-разрядных PQC памяти пользова­
теля; четыре 16-разрядных регистра со­
стояний (РСО .. . РСЗ); регистры системных 
команд и микрокоманд; регистры плаваю­

щей запятой-; лоrика управления. 



Корпус типа 2123.40-6, масса не более 7,7 г. 
Назначения выводов: 1 - выход напряжения внутреннего ге­

нератора смещения подложки; 2 - вход тактовых импульсов; 
Э ... 18-входы/выходы совмещенной шины адреса (разряды 
15 ... 0) и данных; 19- вход/выход сигнала «выбор ВУ»; 20-об-
щий; 21 - напряжение питания (Uп2); 22 ... 27 - выходы шины ад­
реса, разряды 16 ... 21; 28 ... ЗЗ-входы шины микрокоманд, раз­
ряды 4 ... 9; 34 - выход преобразования адреса; 35 - вход уста­
новки выходов в высокоомные состояние; 36 - вход шины мик­

рокоманд, разряд 12; 37- выход сигнала «готово» (прием ин­
формации); 38 - выход сигнала «запрет»; 39 - выход шины 
микрокоманд, разряд 15; 40- напряжение питания (Uп1 ). 

l~'rt~-----1 . Л#lмжкu 

Структурная схема КМ1811ВТ1, КР1811ВТ1 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания: 

Uп1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 В ±5% 
Uп2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 В ±5% 

Выходное напряжение низкого уровня 
по выводам з ... 18, 19, 34, 37, ЭВ, $9 ............. Е;О,5 В 
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Выходное напряжение высокого уровня: 
по выводам 3 ... 18, 19, 34, 37, 38, 39 ............. ;.:2,4 В 
Входное напряжение низкого уровня по выводу 19 .. ~ 0,8 В 
Входное напряжение высокого уровня по выводу 19 . ;.:2,4 В 
Ток потребления от источника Ип1 ••..•••...•.•.• ~ 75 мА 
Ток потребления от источника Ип2 ••••••••••••••• ~45 мА 
Потребляемая мощность ...................... 0,96 Вт 
Время сохранения сигнала микрокоманды, 

нанокоманды, входных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . ;., 20 нс 
Время установления сигнала нанокоманды, 

входных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 11 О нс 
Время задержки входных данных, сигнала 

«готово» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 180 нс 
Время задержки выходных данных . . . . . . . . . . . . . ~ 260 нс 
Время задержки сигнала «запрет» . . . . . . . . . . . . . . ~ 250 нс 

КМ1811ВУ1, КН1811ВУ1, КН1811ВУ2, 
КМ1811ВУЗ, КН1811ВУЗ 

Микросхемы представляют собай схемы микропрограммного 
управления центральным процессором КН1811ВМ1 для реализа­
ции базовой системы команд, команд с плавающей запятой, рас-
ширенного набора команд. -

g 

10 
11 

12 
IJ 

" 15-+--";,.....,..i 

16 

" 11 
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Структурная схема КН1811ВУ1, КН1811ВУ2, КН1811ВУЗ 

"' 



В состав ИС входят: 16-раз­
рядный регистр данных ПЛМ; 
16-разрядный регистр микроко­
манд; 9-разрядный регистр адре­
са микрокоманд; дешифратор 
нанокоманд; логика модифика­
ции адреса микрокоманды; логи­

ка ветвления микропрограммы; 

логика приоритетов прерываний; 
логика выбора кристалла; про­
граммируемая логическая матри­

ца (ПЛМ). Имеют две 16-разряд­
ные информационные шины: 
шину адреса и данных и шину 

микрокоманд (ШМК). Управляю­
щая микропрограмма размеща­

ется в ПЛМ объемом 15 800 бит. 
К ШМК (в архитектурном макси­
муме МПК) может быть подклю­
чено до 16 микросхем управле­
ния. Общее число реализуемых 
микрокоманд 83. 

Корпус типа Н13.40-1. 
Назначение выводов: 1 - вы­

ход напряжения внутреннего ге­

нератора смещения подложки; 

2- вход тактовых импульсов; 

з ... 18- входы шины адреса и 
данных; 19- вход установки вы­

ходов в высокоомное состояние; 

20 - общий; 21 - напряжение 
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Усповное графическое 
обозначение КН1811ВУ1, 
КН1811ВУ2,КН1811ВУЗ 

питания (Un2); 22- выход сигнала «выбор кристалла»; 23-
вход сигнала сброса; 24 ... 39-входы/выходы шины микроко­
манд; 40 - напряжение питания (U111). 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания: 
Uп1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 58±5% 
Un2 .......••.............•......•....•... 12 В ±5% 

Выходное напряжение низкого уровня 

по выводам 22, 24 ... 39 .................. , ..... ~0,5 В 
Выходное напряжение высокого уровня 
по выводам 24 ... 39 ........................... ;;i, 3,5 В 
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Входное напряжение низкого уровня 
по выводу 23 ................................ ,о.в В 
Входное напряжение высокого уровня 
по выводу 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;.,: 2,4 В 
Ток потребления от источника Un1 •.•••••••••••• :Е;;50 мА 
Ток потребления от источника Un2 •••••••••••••• , 50 мА 
Потребляемая мощность ...................... 0,89 Вт 
Время установления сигнала нанокоманды ...... 50 ... 110 нс 
Время сохранения сигнала команд, микрокоманд, 
запросов прерывания, сброса .................. 20 ... 50 нс 
Время установления сигнала команды, -
запросов прерывания, сброса .................. 20 ... 100 нс 
Время задержки сигнала микрокоманды .... ; . . . . , 11 О нс 
Время задержки сигнала «выбор кристалла» ..... Е; 110 нс 



Серия КМ181 З 

Цифровые микропроцессоры могут иметь встроенные анало­
го-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Поэтому 
входные аналоговые сигналы передаются в МП через преобразо­
ватель в цифровой форме, обрабатываются и после обратного 
преобразования в аналоговую форму поступают на выход. Такие 
аналоговые функциональные преобразователи сигналов, или 
аналоговые микропроцессоры, выполняют функции аналоговой 
схемы (например, генерацию колебаний, модуляцию, смещение, 
фильтрацию, кодирование и декодирование сигналов в реальном 
масштабе времени, заменяя сложные схемы, состоящие из опе­
рационных усилителей, катушек индуктивности, конденсаторов). 
Применение аналогового микропроцессора повышает точность 
обработки аналоговых сигналов и их воспроизводимость, расши­
ряет функциональные возможность за счет программной на­
стройки цифровой части микропроцессора на различные алго­
ритмы обработки сигналов. 

КМ181 ЗВЕ1 А, КМ181 ЗВЕ1 Б 

Микросхемы представляют собой однокристальную про­
граммируемую микро-ЭВМ (процессор) с аналоговыми устрой­
ствами ввода/вывода и предназначены для цифровой обработ­
ки непрерывных сигналов в реальном масштабе времени для 
диапазона низких частот в технике связи, промышлен.~ой авто­
матике, гидролокации, гидроакустике, сейсмологии, геофизике, 
биомедицине, для синтеза и анализа распознавания речи. Функ­
ции, выполняемые ИС, связаны с обработкой сигналов (цифро­
вые фильтры, адаптивные фильтры, корреляторы, модемы), об­
работкой и распознаванием речи (вокадеры, синтезаторы), реа­
лизацией устройств управления объектами и генерацией сигна­
лов произвольной формы. Набор команд в сочетании с высокой 
точностью (25 двоичных разрядов) работы АЛУ позволяет стро-
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СР 

GKJIJI +.8.12,20 

Условное графическое 
обозначение КМ181ЗВЕ1 

в режиме •nрограммированме»: 

+5 В - выводы 17, 1 в. 25; 
ОВ-выводы4,8, f2,20 

ить сложные системы цифровой 
обработки сигналов и цифрового 
динамического управления. Мож­
но реализовать: фильтры нижних и 
верхних частот, содержащие до 20 
комплексных пар полюсов и нулей 
(фильтр 40-го порядка); детекто­
ры; выпрямители; ограничители; 

умножители и делители 25-разряд­
ных двоичных чисел; генераторы 

колебаний и функции - аппрокси­
мации нелинейных функций (квад­
ратичных, nоrарифмических); ло­
гические операции; мультиплика­

ция входных и выходных сигналов. 

Несколько ИС могут быть объеди­
нены в сложные мультипроцессорные системы. Выnоnнены no 
nМОП-техюnог111И. 

Цмфровая часть включает ПЗУ с ультрафиолетовым стира­
нием (содержмт192 командных слова), двухпортовое сверхопе­
ративное ОЗУ, двоичное масштабирующее устройство (ариф­
ме'fическим АВОМЧНЫМ сдвиrатель), АЛУ, сеемы тактирования и 
смнхронизации. Аналоговая часть содер~т • аналоговых вхо­
да, 4-канальный входной мультиплексор с входной схемой вы­
борки и хранения (одну на все 4 «анала), аналого-цмфровой и 

10 
1♦ 

IJ 
11 

СР 

Условное графическое обозначение 
КМ181ЗВЕ1 в режиме «работа»: 

+5 В- вывод 12; -5 В - вывод 18; 
08-SЬtВОАЫ 17,20,23 
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цифро-аналоговый преобра-
30ватели, выходной му.nьти­
плексор, 8 выходнык 'К8Налов 
со схемами выборки и хране­
ния. Связь между цифровой и 
аналоrо.вой частями осуще­
ствляется через цифро-анало­
говый регистр на 9 разрядов. 
Цифро-аналоговое преобра­
зование производится мето­

дом поразрядного взвешива­

ния цифрового представления 
числа. Аналого-цифровое 
преобразование реализуется 
программным путем в соот­

ветствии с алгоритмом после­
довательного прибnижения. 
Способ синхронизации - от 
внешнего или внутреннего ге­

нератора. 



Функциональный. состав: программная память (ППЗУ} -
192х24 разряда; оnератмвная память 4()~25 разрядов (бm); 
объем памяти, кооффициентов (число констант}- 16 х 4 бит; мас­
nпабмрующее устройство: +2'2 ... -2-13 ; 4-ианальныЙ' АЦП - 9 раз­
рядов (8 + знак}; восьмиканальный ЦАП - 8 разрядов + знm<; 
АЛУ с возможностью коррекции результата при перегтолнении -
25 ра:зрядов, 11,,..Команд; количество аналоговых команд - 8; ко­
яичество цифровых команд - 15; разрядность данных ОЗУ - 25; 
число каналов ввода - 4. число каналов вывода- 8, разряд­
ность команд - 24 бит. Для применения СБИС необходимы 
транслятор ассемблера в объектный код; программный имитатор 
для отладки программ и программатор для занесения объектного 
кода. ИС имею,- 2 режима функционирования: сспрограммирова­
ние» и. «работа». 
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Структурна!\схема КМ181ЗВЕ1 

Содержат 19 500 интегральных элементов. Корпус типа 
2121.28-6 с прозрачной для ультрафиолетового излучения крыш­
кой, масса не более 5 r. 

Назначение, выводов~ 1 ... З, 5, 6 - выходы; 4 - общий анало­

rовый; 7 - для подключения внешнего конденсатора выборки и 
хранения входного сигнала; В - источник опорного напряжения; 

9- для подключения внешнего конденсатора выборки и хране­
ния входного сигнала; 10- вход аналогового или цифрового пос­
ледовательного с:иrнала (ПЛ уровень); 11-вход/выход вход­
ного аналогового сигнала или выходного цифрового последова­
тельного сигнала (открытый сток); 12- напряжение питания 
(Un2); 13- вход/выход аналогового сигнала или сиrнала «чте­
ние» (открьrrый сток); 14- вход аналогового сигнала или вывод 
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С11Жхроимпульса «запись» (открытый сток); 15, 16- входы такти~ 
рования; 17, 20, 23-общие цифровые; 18-напряжение пита. 
ния (Un1); 19- выход внутреннего сигнала синхрою,зации (от­
крытый сток); 21-вход/выход напряжения низкого УРQВНЯ, воз­
вращающего счетчик команд в начальное состояние (открытый 
сток); 22 - выход напряжения низкого уровня, указывающего на 

переполнение АЛУ во время предыдущей команды (открытый 
сток); 24, 25, 26 ... 28 - выходы, определяющие режим работы 
входов/выходов (в аналоrовой или цифровой форме). 

Входы Выходы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 11 1 1 11 
11 1 1 11 11 11 24 25 

КМ1813ВЕ1 

16 7 9 8 4 17 20 23 12 15 18 19 21 22 
(1 (3 R1 R2 R3 

15 
с:::::::1 

б 
(2 

Основная схема включения КМ181ЗВЕ1: С1 =220 ... 1000 пФ; С2=4 ... 20 пФ; 
СЗ ... С5=1 мкФ; С6=С7=100 мкФ; R1 .. .R3=10 кОм; R4=R5=0,51 Ом 

Положение перемычек: при внешнем тактовом генераторе 16-а; 15-12; 
прм внутреннем тактовом генераторе 16- в; 15 -6; режим входов аналоговых 
24 - д; режи1,11 выходоо аналоговых 25 - д; цифровые ПЛ выходы 25 - г; анало-

говые входы 24 - г 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение. m,,тания: 
Ип~" •.................................. 5 В ±5% 
Un! .................................... -58 ±5% 
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Погрешность перехода нулевой точки 
по входу ................................ . 
Выходное напряжение низкого уровня ....... . 
Напряжение опорного источника ..... . 
Напряжение смещения нуля на входе ....... . 
Диапазон входного сигнала ................ . 
Напряжение смещения нуля на выходе ...... . 
Ток потребления: 

от источника опорного напряжения ...... . 
от источника питания Ип 1 •••••••••••••••• 

от источника питания UП2 ............... . 
Ток высокого уровня по входуVSР ......... . 
Входной ток низкоrо (высокого) уровня 
Выходной ток высокого уровня ............ . 

-4 ... +16 мВ 
~0,4 В 
1 ... 2 В 
~I±10\мВ 
-Uоп .. ,+Uоп В 
~1±601 мВ 

100 ... 250 М'<А 
~50мА 
~150 мА 
~20мА 
~ 15 мкА 
~ 15 мкА 

Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 1 Вт 
Нелинейность преобразования 
аналого-цифрового:-

КМ 181 ЗВЕ 1 А . . . . . . ................ -1 ... +1 МЭР 
КМ1813ВЕ1Б .......................... -2 ... +2 МЭР 
цифро-аналогового . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 ... + 1 МЭР 

Дифференциальная нелинейность 
преобразования 

аналого-цифрового: 
КМ181ЗВЕ1А ....................... -1 ... +1 МЭР 
КМ1813ВЕ1Б ....................... -1 ... +2 МЭР 

цифро-аналогового .................... -1/2 ... +1/2 МЭР 
Погрешность коэффициента цифро-аналогового 
и аналого-цифрового ·преобразования . . . . . . . . ~ 1±21% 
Коэффициент цифро-аналогового преобразо-
вания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 ... 0,9 В/В 
Коэффициент аналого-цифрового преобразо-

вания .................................... 0,98 ... 1,02 В/В 
Время аналого-цифрового преобразования . . . ;э 25 мкс 
Время цикла (в режиме «работа») ........... 600 ... 8000 нс 
Время стирания УФ лампой ДРБ-8-0,4 · 
на расстоянии 20 мм .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 15 мин 
Число перепрограммирований . . . . . . . . . . . . . . ;э 1 О 
Внешняя тактовая частота: 

КМ1813ВЕ1А . : ................. : ...... 0,5 ... 6,67 МГц 
КМ1813ВЕ1Б ...... : ...................... ~4 МГц 

Время хранения информации в ППЗУ: 
во включенном состоянии .•... : . . . . . . . . . . 15 ООО ч 
в выключенном.состоянии ...... , •........ З года 

Количество циклов перезаписи . . . . . . . . . . . . . . ;э 1 О 
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Среднее значение входного сопротивления 
аналогового входа: 

в режиме выборки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 кОм 
в режиме хранения . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . ;;i, 1 МОм 

Среднее значение входного сопротивления 

аналоговых выходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Ом 
Время цикла tц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 ... 8000 нс 
Длительность сигнала ЕОР .........•....... tц-150 ... tц нс 
Длительность сигнала OF .........•........ tц-200, .. tц нс 
Время задержки сигнала ЕОР относительно 
сигнала CCLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ... 200 нс 
Время задержки сигнала OF относительно 
сигнала CCLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tц нс 
Входное сопротивление: 

в режиме хранения ..................... ;;i, 100 кОм 
в режиме выборки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,r;; 2 кОм 

Сопротивление нагрузки на аналоговых входах ;;~.зо кОм 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания Un1 ••••••••••••••••••• 4,75 ... 5,25 В 
Напряжение питания Un2 ................... -5,25 ... -4,75 В 
Опорное напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... 2 В 
Входное напряжение низкого уровня ......... -0,5 ... +О,8 В 
Входное напряжение-на выводах INO ... INЗ .... -U00 ••• +U0 n 
Входное напряжение высокого уровня ........ 2 ... 5,25 В 
Выходное напряжение низкого уровня ........ 0 ... 0,4 В 
Программирующее входное напряжение 

высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5 ... 24,5 В 
Программирующее входное напряжение низкого 
уровня (при fи <100 мс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ... 5,25 В 
Сопротивление нагруЭt<и на аналоговых 
выходах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;i, 20 кОм 
Температура окружающей среды ............ -10 ... +70° С 

Рекомендации по применению 

Допустимое значение статического потенциала 30 В. В про-
цессе эксплуатации крышку ИС необходимо закрыть лентой 
(типа ПВХ), чтобы исключить попадание на кристалл УФ лучей, 
потоков солнечного или люминесцентного света. Не рекоменду 
ется в режиме «программирование» подключение к незадейство 
ванным выводам и закорачивание их на «землю». 

Разводку выводов 1 ... 6, 10, 11, 13 ... 16, 25, 27 н 28 проводит 
шинами минимальной длины. Блокировочные конденсаторы по 
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источникам питания и запоминающий конденсатор входной схе­
мы выборки и хранения информации устанавливать в непосред­
ственной близости от выводов. В качестве запоминающего кон­
денсатора можно использовать типы КМ6, К10, СГМ с минималь­
ным ТКЕ. 

Порядок подачи напряжений: Ur12, Un1, и Uon, порядок снятия 
напряжений обратный. Установку и извлечение ИС из контактных 
приспособлений производить при отключенных источниках пита­
ния. Способ синхронизации - от внешнего или внутреннего гене­
ратора. Длительность фронта и спада внешнего генератора так­
товых импульсов не более 10 нс, скважность 0=2 ±10%. Темпе­
ратура пайки (235 ± 5)0 С, продолжительность пайки З с, число 
допускаемых перепаек - З. Ультразвуковая очистка от флюса 
не допускается. 



Серии КМ1814, КР1814 

В состав серий КМ1814, КР1814, изготовленных по рМОП 
тех1-1ологии с поликремниевыми затворами и предназначенных 

для лостроен11я микропроцессорных систем управления, вхо-

дят типы: . 
КР1814ВЕ1 ·_ однокристальная 4-разрядная микро-ЭВМ без ПЗУ; 
КР1814ВЕ2 - однокристальная 4-разрядная микро-ЭВМ с ма­

сочным ПЗУ (для управления цветомузыкальной игрой); 
КР18148ЕЗ' - универсальная 4-разрядная микро-ЭВМ без ПЗУ; 
КР18148Е4 - одно кристальная 4-разрядная микро-ЭВМ с ма­

сочным ПЗУ (для управления кассетным магнитофоном); 
КР1814ВЕ5 - однокристальная 4-разрядная микро~эвм с ма­

сочным ПЗУ, (для управления синтезатором частот цветного теле­
визора); 

КР1814ВЕ6-однокристальная микро-ЭВМ для электрон­

ной игры; 
КР1814ВЕ7 - однокристальная 4-разрядная микро-ЭВМ с ма­

сочным ПЗУ (для электронной игры «Электроника ИМ-28» ); 
КР18148Е8 - однокристальная 4-разрядная микро-ЭВМ с ма­

сочным 'пзу (для электронной игры «Электроника ИМ-37» ); 
КР1.814ВЕ9 - однокристальная 4-разрядная микро-ЭВМ для 

i • V ._, 

управления электроннои игрои; 

КР1814ВЕ1 О - одно кристальная 4-разрядная микро-ЭВМ 
для управления электронным музыкальным звонком. 

Однокристальные микро-ЭВМ выполняют функции специа­
лизированных микроконтроллеров в соответствии с програм­

мой, хранящейся в масочно-программируемом ПЗУ, и применя­

ются в периферийных устройствах вычислительной техники, 

контрольно-измерительной, медицинской и бытовой аппарату­

ре. Универсальная микро-ЭВМ предназначена для отладки про­
грамм в состµ13е отладочных устройств и для самостоятельного 
nр_именения в изделиях частного применения. 
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КР1814ВЕ2 

Микросхема представляет со­
бой однокристальную 4-разрядную 

микро-ЭВМ с масочным ПЗУ, в ко­

тором записана программа управ­

ления цветомузыкальной игрой. 

Предназначена для построения 
микроконтроллерных систем уп­

равления различными объектами с 

простым алгоритмом управления. 

Содержит 9000 интегральных эле­
ментов. Корпус типа 239.24-7, мас­
са не более 5 г, 2120.24. 

Назначение выводов: 1, 2, З -
разряды выходного порта; 4 - на­

пряжение питания; 5 ... 8- 4-раз­

рядные входные порты; 9 - вход 

управления режимом; 10, 11, 13, 14, 
15 - разряды ВЫХОДНОГО О-порта; 
12 - общий; 16 - вход генератора 
(подключение внешней АС-цепи); 

17- выход генератора; 18 ... 24 -
разряды выходного А-порта. 
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Условное графическое 
Ч>эначение КР1814ВЕ2 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .......... -9·8 (+10%, -20%) 
Выходное напряжение низкого уровня 

(выводы 18 ... 24) ........................ 11tl-6.6I В 
Выходное напряжение высокого уровня 

(выводы 18 ... 24) ......................... ;?;l-10I В 
Входной ток высокого уровня по выводам 

5 ... 8 .~ ................................... 40 ... 350 мкА 
Входной ток утечки низкого уровня 

по выводу 16 ............................ 10 мкА 
Ток потребления при Un =-1 О В, fт = 350 кГц ... :о:. 5,6 мА 
Потребляемая мощность .................. :о:. 70 мВт 
Тактовая частота .. : ...................... 320 ... 350 кГц 
Емкость памяти программ: 

ПЗУ ................................. 8192 бит (1 к х 8) 
ОЗУ ................................. 256 бит (64 х '1-) 



КМ1814ВЕЗ 

Микросхема представляет собой универсальную микро­
ЭВМ. Адресует внешние ЗУ программ и управляет внешней вы­
хор.ной ПЛМ. Корпус типа 2126.48-1, масса не более 9,2 г. 
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Структурная схема КМ1814ВЕЭ 

Назначение выводов: 1, 2 - выходы порта счетчика команд; 

3 ... 1 О - входы порта шины команд; 11 ... 14 - входы порта дан-

1-&Iх; 15 - напряжение питания; 1 б - вход сброса; 17 ... 20- вы­
ходы порта адреса страниц; 21-вход фазового сиrнала; 22-
техноrюгический вывод; 23, 24, 26 .. .28- выходы порта О; 25, 
48 - общие; 29 - выход тактового сигнала; 30 - вход такrовоrо 
сигнала; 31 .. .43- выходы порта R; 44 .. .47 - выходы порта счет­

чика команд. 
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Электрические параметры 

Напряжение питания ....................... -9,9 ... -8,1 В 
Входное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . ~ 1-41 В 
Входное напряжение высокого уровня ........ ;;i: 1-0,751 В 
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 70 мВт 
Тактовая частота .•••...................... 100 ... 350 кГц 

КР1814ВЕ4 

Микросхема представляет собой однокристальную 4-разряд­

ную микро-ЭВМ с масочным ПЗУ, в котором записана программа 

управления кассетным магнитофоном. Содержит 4-разрядный 

процессор, ПЗУ программы емкостью 8 кбит (1 к х 8), ОЗУ данных 
емкостью 256 бит (64х 4), схемы ввода/вывода и встроенный так­
товый генератор. Микро-ЭВМ постро­
ена с разделением шин команд и дан­

ных, что позволяет использовать дан­

ные и команды независимой разряд­

ности, а также реализовывать кон­

вейерный принцип выполнения опе­
рации; 4-разрядная организация дос­

таточна для выполнения большинства 

контроллерных функций и удобна при 

использовании двоично-десятичной 

арифметики. 
Корпус типа 2123.40-1, масса не 

более 9 г. · 
Назначения выводов: 1 ... 5, · 

SCI' 

29 ... 31, 36 .. .40-выходы гюрта R; 6, 
15 - напряжение питания; 7 ... 1 О -
входы порта D; 11 - вход сброса, те­
ста; 12, 16 ... 19, 23 ... 25 - выходы пор­

та Q; 13 ... 15, 21, 22, 32 ... 25 - свобод­

ные; 20, 28 - общие; 26 - вход так­
тового сигнала; 27 - выход тактового 

сигнала. 

Условное графическое 
обозначение КР1В14ВЕ4 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ....••..... -9 В ±10% 
Входное напряжение высокого урс:,вня ........ ;;iel-0,75I В 
Ток потребления .......................... t;,7 мА 
Выходной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . ;;i: 40 мкА 
Ток утечки низкого уровня .................. ~ 10 мкА 
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Потребляемая мощность ........ ; .......•.. 45, .. 70 мВт. 
Тактовая частота .......................... 100 .•. 350 кГц 

Предельно допустимые режимы эксплуатации . 

Напряжение питания ....................... -9,9 ... -8, 1 В 
Входное напряжение низкого уровня ....••... -10 ... -4 В 
Входное напряжение высокого уровня ........ -1 ... +0,3 В 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . • . . ~ 12,5 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . < 0,3 В 
Значение статического потенциала . . . . . . . . . . 100 В 
Температура окружающей среды ..........•.. -10 ... +70° С 

КР1814ВЕ5 
' 

Микросхема представляет собой однокристальную 4-раз-
рядную микро-ЭВМ с масочным ПЗУ, в котором записана про­
грамма управления синтезатором частот в телевизорах цветио­

го изображения. 
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Условное графическое обозначение КР1814ВЕ5 

Пластмассовый корпус типа 2123.40-1, масса не более 8 г. 
• Назначения выводов: 1 ... 5, 29 ... 31, 36 ... 40-выходы порта·R; 

б~ttапряжение питания; 7 ... 10-:-входы 4 разрядного порта; 11-
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вход управления режимом; 12, 16 ... 19, 23 ... 25- разряды вl:i~ходного 
порта Q; 13 ... 15, 21, 22, 32 ... 35-свободные; 20, 28-общие; 26-
вход тактового генератора; 27 - выход тактового генератора. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ......•.... -9 В ±10"/.­
Выходное напряжение высокого уровня: 

при 1/~ых=-1,2 мА ...................... ;;.J-0,751 В 
при /Ъых=-6 мА ........................ ;;i:I-0,91 В 

Выходной ток низкого уровня . . • . . . . . . . . . . . . ;;,, 100 мкА 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . 40 .. .425 мкА 
Потребляемая мощность ................... 45 ... 70 мВт 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напрu18Ние питания ....................... -10 ... -7,65 В 
Входное напряжение низкого уровня ......... Un···-4 В 
Входное напряжение высокого уровня .· ....... --1 ... +0;3 В 
Значение статического потенциала . . . . . . . . . . 100 В 
Выходной ток нагрузки ... ✓• • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 1 О мА 
Частота следования импульсов тактовых 
сигналов .................... , . . . . . . . . . . . . . 100 ... 350 кГц 
Рассеиваемая мощность . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 400 мВт 
Температура окружающей среды ............ -10 ... +70° С 

КР1814ВЕ7, КР1814ВЕ8 
' 

Микросхемы представляют ~обой однокристальную 4-раз-
рядную микро-ЭВМ с масочным ПЗУ, и предназначены соответ­
ственно для управления обучающей электронной игрой «Элект­
роника ИМ-28» и «Электроника ИМ-37». Корпус типа 2123.40-1, 
масса не более 9 г. 

Назначения выводов: 1 ... 5 - рJзряда выходного А-порта 
RB ... A12; 6- напряжение питания; 7 ... 10-входы 4 разрядного 
порта D1, D2, D4, 08; 11- вход управления режимом Т; 12, 
16 ... 19-разряды выходного О-порта Cl7 ... Q3; 13, 14, 15,21,22, 32, 
зз, 34, 35-свободные; 20, 28-общие; 23, 24, 25-разряды вы­
ходного порта 02 ... QO; 26- вход генератора С; 27 - выход генера­
тора G; 29, ЗО, 31, 36 .. .40- разряды выходного А-порта АО ... А7. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .............. -9 В ±10% 
Выходное напряжение высокого уровня ...... ; ... ;;,, 1-0,751 В 
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Ток потребления при Un =-9,9 В, fт =350 кГц ..... ~7 мА 
Входной ток высокого УJЮВНЯ ••...••••.••..•••• 40 ... 425 мкА 
Ток утечки низкого уровня на входе ....•....... ,s;; 10 мкА 
Входная, выходная емкости .................... :s;; 1 О пФ 
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Условное графическое обозначение КР1814ВЕ7, КР1В14ВЕ8 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания . , ...••...........•.... -9,9 ... -8, 1 В 
Значение статического потенциала . . . . . . . . . . 200 В 
Входное напряжение низкого уровня: 

на входах D, Т ....••...................... -9,9 ... -.4 В 
на входах С ........ -~ .................... -9,9 ... -6 В 
Входное напряжение· высокого уровня 
на входах С, D, Т .......................... -1 ... +о,З В 
Напряжение, прикладываемое к выводам R, Q, В -12,5 ... +О,3 В 
Средний выходной ток за период времени 100 мс: 

на выходах R .....•.................... :s.;10 мА 
на выходах Q .......................... :s.;17 мА 

Максимальный выходной ток: 
на выходах R .......................... :s.;21 мА 
на выходах Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,s;; 35 мА 

Максимальный суммарный ток по выводам OV . ,s;; 200 мА 
Частота следования импульсов тактовых 
сигналов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ... 350 кГц 
Емкость нагрузки для выходов R, Q .......... ,s;; 160 пФ 
Температура окружающей среды ............ -10 ... +70° С 
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Приложение 1 

зарубежные анаnоrи микросхем, помещенных в сnравочник 

КР1564АГ1 ММ74НС121 · 
КР1564АГЗ ММ74НС12З 

КР1564АПЗ ММ74НС240 

КР1564АП4 ММ74НС241 

КР1564АП5 ММ74НС244 

КР1564АП6 ММ74НС245 

КР1564АП9 ММ74НС640 

КР1564АП25 ММ74НС620 

КР1564АП26 ММ74НС62З 

КР1564ГГ1 ММ74НС124 

КР1564ИВЗ ММ74НС147 

КР1564ИДЗ ММ74НС154 

КР1564ИД4 ММ74НС155 

КР1564ИД5 ММ74НС156 

К1564ИД7, 

КР1564ИД7 ММ74НС138 

КР1564ИД14 ММ74НС1З9 

К1564ИД23 ММ74НС4511 

КР1564ИЕ6 ММ74НС192 

КР1564ИЕ7 MM74HC193N 
КР1564ИЕ9 ММ74НС160 

КР1564ИЕ10 ММ74НС161 

КР1564ИЕ15 ММ74НС197 

КР1564ИЕ19 ММ74НС39З 

КР1564ИП5 ММ74НС280 
КР1564ИП7 ММ74НС24З 

КР1564ИР8 ММ74НС164 

КР1564ИР9 ММ74НС165 

КР1564ИР10 MM74HC166AN 
КР1564ИР22 ММ74НСЗ73 

КР1564ИР2З ММ74НС374 
КР1564ИРЗ5 ММ74НС27ЗАN 

КР1564ИРЗ7 MM74HC574AN 
КР1564ИР40 ММ74НСSЗЗАN 

КР1564ИР41 MM74HC534AN 
КР1564КП2 MM74HC153N 
КР1564КП7 ММ74НС151 

К1564КП11, 

КР1564КП11 MM74HC257N 
КР1564КП12 ММ74НС253 

КР1564КП1З ММ74НС298 

КР1564КП14 MM74HC258AN 
КР1564КП15 ММ74НС251 

КР1564КП16 ММ74НС157~ 
КР1564КП18 MM74HC158N 
КР1564КТЗ ММ74НС4066 

К1564ЛА1, 
КР1564Лд1 MM74HC20N 
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КР1564ЛА2 ММ74НСЗО 

К1564ЛА3, 

КР1564ЛА3 ММ74НСОО 

К1564ЛА4, 

КР1564ЛА4 ММ74НС10 
КР1564ЛА7 ММ74НС22 
КР1564ЛА9 ММ74НСОЗ 

К1564ЛЕ1, 

КР1564ЛЕ1 ММ74НСО2 
К1564ЛЕ4, 

КР1564ЛЕ4 ММ74НС27 

КР1564ЛЕ5 ММ74НС28 

КР1564ЛЕ9 ММ74НС4002 

К1564ЛИ1, 

КР1564ЛИ1 ММ74НСО8 

КР1564ЛИ2 ММ74НСО9 

К1564ЛИЗ, 

КР1564ЛИЗ ММ74НС11 

КР1564ЛИ6 ММ74НС21 

КР1564ЛЛ1 ММ74НСЗ2 

КР1564ЛН1 ММ74НСО4 

КР1564ЛН2 ММ74НСО5 

КР1564ЛН7 ММ74НСЗ68 

КР1564ЛН9 ММ74НСТЗ68 

К1564ЛП5, 

КР1564ЛП5 ММ74НС86 

КР1564ЛП10 ММ74НСЗ65N 

КР1564ЛП11 ММ74НСЗ67N 

К1564ЛП13, 

КР1564ЛП13 ММ74НС266 

КР1564ЛР11 ММ74НС51 

К1564ПУ1, 

КР1564ПУ1 ММ74НС4049 

К1564ПУ2, 

КР1564ПУ2 ММ74НС4050 

КР1564СП1 ММ74НС85 

КР1564ТВ9 ММ74НС112 

КР1564ТЛ2 ММ74НС14 

КР1564ТМ2 ММ74НС74 

КР1564ТМ5 ММ74НС77 

КР1564ТМ7 ММ74НС75 

КР1564ТМ8 ММ74НС175 

КР1564ТМ9 MM74HC174AN 

ЭКР1566ВГ1 РСАВ4С640 

KP1566PPt, 
ЭКР1566РР1 PCFB582A 
КР1566ХЛ1 SАА12б0 

КС1566ХЛ2 SAA1251 
КР1566ХЛЗ SААЗОО6 
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ЭКР1568ВГ1 PCA84C640/0t9 
ЭКР1568ВГ2 SAA5243P/R 
ЭКР1568ВГЗ РСА84С81А 

ЭКР1568ВГ4 РСА84С641/ 068 
ЭКР1~РР1 PCF8582E 
ЭКР1568ХЛ1 SAA3010 
ЭКР1568ХЛ2 СХ20106д 

К1572ХМ1 

КА1574ХМ1, 

КР1574ХМ1 

КР1575ХМ1 
КР1575ХМ1-ОО2 

КР1575ХМ1-003 

К1577ХМ1 

КБ1579ХМЗ-2 

КБ1579ХМ3-2-001 
КБ1579ХМ3-2-002 

КБ1579ХМЗ-2-003 

КР1580ХМ3, 

КФ1580ХМ3 

КФ1580ХМЗ-7773 74НС45.11' 

КР1582ИП1 

КР1590J,1Д164, 

КС1590ИД164 МG10Н164 

КР1590ИЕ160, 

КС1ЩЮИЕ160 МС10Н1.60 
КР1590ЛК117, 
КС1590ЛК117 МС10Н117 
КР15!)0ЛК121, 
КС1590ЛК121 МС1ОН121 
КР1590ЛЛ110, 

КС1590ЛЛ110 МС10Н110 

КР1590ЛМ101, 

КС1590ЛМ101 мс1он101 
КР1590ЛМ102, 

КС1590ЛМ102 МС10Н102 

КР1590ЛМ105, 

КС1590ЛМ105 МС10Н105 

КР1590ЛП107, 

КС1590ЛП107 МС10Н107 

КР1590ТМ130, 

КС1590ТМ130 ·МС10Н1ЗО 

КР1590ТМ133, 

КС1590ТМ133 МС10Н1З3 
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КР1590ТМ134, 

КС1590ТМ134 МС10Н134 

КР1590ТМ173, 

КС1590ТМ173 МС10Н173 

К1601РР1, 
КР1601РР1 ER2401 
К1601РР11, 

КР1601РР11 

К1601РР12, 

КР1601РР12 

К1601РРЗ, 

КР1601РРЗ HN48016* 
К1601РРЗ1 ... К1601РРЗВ, 
КР1601РРЗ1 ... КР1001РРЗВ 

К1602РЦ2А, 

К1602РЦ2Б, 

К1602РЦ2В 

К1602РЦЗА, 
К1602РЦЗБ, 

К1602РЦЗВ 

К1602РЦ9, 

К1602РЦ91, 

К1602РЦ92 

КА160ЗРЕ1 SCM5316 
КМ160ЗРУ1 НМ1-6501-2, НМ6519-9 

КМ160ЭРТ5 АМ29775 

КБ1604РУ1А-4, 

КБ1604РУ1Б-4 MWS55010, CD1821D 

К1605РЦ1 

КМ1608РТ1, 

КМ 160ВРТ1 А, 

КР1608РТ1, 

КР1608РТ1А АМ29751А* 

КМ1608РТ2 АМ29775* 

КМ1609РР1 2816 
КМ1609РР11 

КМ1609РР12 

КМ1609РР2А, 

КМ1609РР2Б, 12864А 

КМ 1609РР21 А, 

КМ1609РР21Б 

КМ1609РР22А, 

КМ1609РР22Б 

КМ1609РРЗД. 

· КМ1609РРЗБ X2864AL25 
КМ1609РРЗ1А, 
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!<М1609РРЗ1Б 

КМ1609РРЗ2А, 

КМ1609РРЗ2Б 

КР1609ХП1 

КР1609ХП21 

КР1610РЕ1 

КМ1611РР1А, 

KM1fi11PP1Б, 

КР1611РР1А, 

КР1611РР1Б НN5ВО64-ЭО 

КР1611РР2 Х28256 
КМ1611РР11(А, Б), .. КМ1611РР14 (А, Б) 
КМ161ЭРТ1 

КМ162ЗРТ1, 

КБ162ЭРТ1-4 НМ6616 

К1624РР1, 

КМ1624РР1 28256 
К1624РР11, 
К1624РР12 

КР1625РП1 РСFв571Р 

КС1626РФ1А, 
КС1626РФ1Б 27С64-20 

КС1626РФ11А, 

КС1626РФ11Б 
КС1626РФ12А, 

КС1626РФ12Б 

К1627РП1А, 

К1627РП1Б, 

К1627РП1В 

К1627РП2А, 

К1627РП2Б, 

К1627РП2В 

КР1628РР1 

КР1628РР2 

КР1628РРЭ, 

КР1628РРЭА 

КМ1656РЕ1, 

КР1656РЕ1 

KP1i56PE11 
КР1656РЕ2 

КМ1656РЕЭ 

К1"1656РЕ4 

КР1656РЕ6 

MDA2061 
MDA2062 

NVMЭ060 

5275-1 

6275 
6249-1 
МВ7144Н-, 2364-20 
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КР1656РЕ11 

КР1656РП2 

К1800Вд4, 

КС1800Вд4 MC10804L 
К1800Вд7, 

КС1800ВА7 MC10807L 
К1800ВБ2, 

КР18ООВБ2 МС10802 

КР1800ВЖ5 МС10905 
К1800ВР1 МС10901 
К1800ВР8 МС10808 

К1800ВС1 МС10800 

К1800ВТЗ МС10803 

К1800ВУ1 МС10ВО1 

К1800РП6 МС10806 

К1800РП16 

К1801ВМ1А, 

К1801ВМ1Б, 

К1801ВМ1В, 

КР1801ВМ1А, 

КР1801ВМ1Б, 

КР1801ВМ1В 

КМ1801ВМ2д, . 
КМ1801ВМ2Б, 

КР1801ВМ2А, 

КР1ВО1ВМ2Б 

КМ1801ВМЗА, 

КМ1801ВМЗБ, 

КМ1801ВМЗВ, 

КР1ВО1ВМЗ 

КН1ВО1ВМ4А, 

КН 1801 ВМ4Б, 
КН1801ВМ4В 

К1801ВП1, 

КР1801ВП1 

К1801ВП1-ОЗQ, 
КР1801ВП1-ОЗО 

К1801ВП1-ОЗЗ, 

КР1ВО1ВП1-ОЗЗ 

К1ВО1ВП1-034, 

КР1801ВП1-034 

К1801ВП1-ОЗ5, 

КР1ВО1ВП1-035 

К1801РЕ1А, 

К1801РЕ1Б МКЗ600' 

КР1ВО1РЕ2А, 

КР1801РЕ2Б 

К1802ВВ1, 

КР1802ВВ1 
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К1802ВВ2, 

КР1802ВВ2 

КР1802ВВЗ 

К1802ВР1, 

КР1802ВР1 АМ25510 

К1802ВР2, 

КР1802.ВР2 SN74S508 
К1802ВРЗ, 

КР1802ВРЗ МРУ8Н 

КМ1802ВР4 MPY12HJM 
КМ1802ВР5 MPY16HJ 
КР1802ВР6 MPY8HUJ-1 
К1802ВР7, МРУОО8Н-1 

КР1802ВР7 

К1802ВС1, 

КР1802ВС1 6701 
К1802ИМ1, 

КР1802ИМ1 

КР1802ИП1 

К1802ИР1, 

КР1802ИР1 АМ29705 

КР1802КП1 

КР180ЗВЕ1 ТМСО270 

КР180ЗВЖ1 TMS5100, ТМСО281 
КР180ЗРЕ1 ТМСОЗ51 

КР180ЗРЕ2 ТМСОЭ52 

К1804ВА1, 

КМ1804ВА1, 

КР1804ВА1, 

КС1804ВА1 AM2905DG* 
К1804ВА2, 

КМ1804ВА2, 

КР1804ВА2 AM2908DC* 
К1804ВАЗ. 

КМ1804ВАЗ, 

КР1804ВАЭ, 

КС1804ВАЗ АМ2916АОС' 

КС1804ВА4 АМ2985Э' 

К1804ВЖ1, 

КМ1804ВЖ1 AM2960DC' 
К1804ВЖ2, 

КМ1804ВЖ2, 

КС1804ВЖ2 АМ2961' 

КМ1804ВЖЗ, 

КС1804ВЖЗ АМ2962' 

КМ1804ВМ1 AM29116DC' 
КМ1804ВН1, 

КР1804ВН1 AM2914DC' 
К1804ВР1, 

КМ1604ВР1, 

КС1804ВР1 АМ2902АОС' 
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К1804ВР2, 

КМ1804ВР2, 

КР1804ВР2 AM2904DC* 
К1804ВРЗ, 

КМ1804ВРЗ, 

КС1804ВРЗ АМ291ЗОС* 

К1804ВС1, 

КМ1804ВС1, 

КР1804ВС1 IDM2901A-2, АМ2901DС* 
К1804ВС2, 

КМ1804ВС2 АМ290ЗАDС* 
КМ1804ВТ1, 

КР1804ВТ1 АМ2964В* 
КМ1804ВТ2, 

КР1804ВТ2 АМ2965* 
КМ1804ВТЗ, 

КР1804ВТЗ АМ2966* 

К1804ВУ1, 

КМ1804ВУ1, 
КР1804ВУ1, 

КС18')4ВУ1 AM2909DC* 
КМ1804ВУ2, 

КР1804ВУ2 АМ2911* 

К1804ВУЗ, 
КМ1804ВУЗ, 

КР1804ВУЗ, 

КС1804ВУЗ АМ29811 ADC* 
К1804ВУ4, 

КМ1804ВУ4, 

КР1804ВУ4 АМ2910DС* 
КМ18048У5, 

КР18048У5 АМ29ЗОDС* 

КР1804ВУ6 АМ2940* 

КМ1804ВУ7, 

КР1804ВУ7 AM2942DC* 
КМ1804ГГ1, 

КР1804ГГ1, 

КС1804П"1 AM2925DC* 
К1804ИР1, 

КМ1804ИР1, 
КС1804ИР1 AM2918DC* 
К1804ИР2, 

КМ1804ИР2, 

КС1804ИР2 AM2920DC* 
К1804ИРЗ, 

КМ1804ИРЭ, 

КС1804ИРЭ AM2950DC* 
КМ1804ИР4, 

КС1804ИР4 IDM29705A* 

КБ180iВА-1, 

КБ1805ВА-4 --'-
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КБ1ВО58А2-1, 

КБ18058д2-4 

~Б18058Б1-1, 

КБ 1 ВОSВБ 1-4 
КБ18058К1-1, 

КБ1ВО58К1-4 

КБ1ВО58Р1-1, 

КБ1ВО58Р1-4 

КБ18058Р2-1, 

КБ18058Р2-4 

КБ18058У1-1, 
КБ18058У1-4 

КБ1805ИР1-1, 

КБ1 ВО5ИР1-4 

КР18068Е1 

К1ВО68П1, 

КР18068П1 
К1806ХМ1-158 

КР1ВО7ВМ1 

К1ВО78М2, 

КР1807ВМ2 

КЛ1ВО7ВМ3 

КЛ18078М4 

КА1ВОВВВ1 

КА1ВОВ8В2 

КА1ВОВВВ3 

КА1ВОВВГ1 

КА1ВОВВМ1 

КА1ВОВВУ1 

КА1ВОВВУ2 

КА1ВОВИР1 

КА1ВОВХК1 

КА1ВОВХК2 

К1809В81 

К1809В82 

КМ18098В3 

К1809ВГ1 

К1ВО9ВГ2 

К1809ВГ3 

К18098Г4 

КМ1809ВГ5 

КМ1809ВГ6 

КМ1ВО9ВГ7 

КМ1809ВИ1 

К1809РЕ1 

К1809РУ1, 

К1809РУ1А, 

К1ВО9РУ1Б 

DCT11-AA" 

J135-72Э 

8251* 

МС2681Р, SCN2681P 
µPD371* 
µPD371* 
ТМS991ВА* 

µPD7220 
МС68652 

МС6845 

82062 
АМ951Э 
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К1810ВБ89, 

КР1810ВБ89 

КР1е1овп2д 

К1810ВГ88, 

КР1810ВГ88 
КР1810ВИ54 
КР1810ВК56 

К1810ВМ86, 

КМ181ОВМ86, 

КР1810ВМ86, 

КР1810ВМ86Б, 

КР1810ВМ86М 

К1810ВМ87, 

КМ1810ВМ87, 

КМ1810ВМ87Б 

К1810ВМ88, 
КМ1810ВМ88, 

КР1810ВМ88 

К1810ВМ89, 
КМ1810ВМ89, 

КР1810ВМ89Б 

К1810ВН59А, 

КР1810ВН59А 

К1810ВТЗ, 
КМ1810ВТЗ 

К1810ВТЗ7, 

КР181ОВТЗ7д 

КР1810ВТЗ7Б 

КР1810ВТЗ7В 

К1810ГФ84, 
КМ1810ГФ84, 

КР1810ГФ84, 

КР1810ГФ84д 

КМ1811ВТ1, 

КР1811ВТ1 

КМ1811ВУ1, 

Kl:i1811BY1 
КН1811ВУ2, 

КМ1811ВУЗ, 

КН1811ВУЗ 

КМ181ЗВЕ1-А 

КМ181ЗВЕ1-Б 

КМ1814ВЕ2 
КМ1814ВЕЗ 

КМ18148Е4 ... КМ1814ВЕ1 О 

18289 
18272 

18288 
18254 
18256АН 

18086 

18087 

18088 

18089, 

18259д 

18203 

18237А 

18237д-4 

18237д-5 

18284 

DECЗ04F 

DЕСЗОЗА 

DЕСЗОЗD 

12920 
12920-16 

тмs1000· 

тмs1099• 

TMS1200NLL•, TMS1200NNL• 

Пр и м е ч а н и е . ИС, отмеченн111& ~ом •, являются приближеннъ1м~ (функ-
циональныtJfи) -&~логами. · 
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Приложение 2 , 
Перечень серий микросхем, воwедwих в 1 ..• 1 О тома 

Перечень серий микросхем, воwедwих в первый том 

Серия К100 Серии К119, КР119 Серии К134, КР134 
Серия К101 Серия К121 Серия К136 
Серия К104 Серия К122 Серия К137 
Серия К106 Серии К12З, КР12З Серия К138 
Серия К108 Серия К124 Серия К139 
Серия К109 Серия КР127 Серии К140, КМ140, 
Серия К110 Серия К128 КР140 
СерияК111 СерияК129 СерияК141 
Серия К112 Серия К1ЗО Серии К142, КБ142, 
Серия К11З Серия К131 КР142 
Серия К114 Серии КР132, КМ132 
Серия К115 Серии К1ЗЗ, КМ1ЗЗ 
Серия К118 

Перечень серий микросхем, воwедwих во второй том 

Серии К14З, КР14З Серия К157 Серия К167 
Серия К144 Серия К158 Серия К168, КР168 
Серия К145 Серии К159, КР159 Серия К169 
Серия К146 Серия К160 Серии К170, КМ170 
Серия К148 Серия К161 Серия К171 
Серия К149 Серия К162 Серия К172 
Серия К15З Серия К164 Серия К174 
Серия К154 Серия К165 
Серия К155 Серия К166 

Перечень серий микросхем, воwедwих в третий том 

Серия К175 
Серия К176 
Серия К177 
Серия К178 
Серии КМ185, КР185 
Серии К186, КР186 
СерияК187 
Серии К188, КР188 
Серии КМ189, КР189 
Серия К190 
Серии К19З, КР19З, 

КС19З 
Серия К194 
Серии К198, КР19З 
Серия К199 
Серия К201 
Серия К204 
Серия К210 
Серия К217 

Серия К218 
Серия К22З 
Серия К224 
Серия К226 
Серия К228 
Серия К229 
Серия К2ЗО 
Серия К2З7 
Серия К2З8 
Серия К24З 
Серия К245 
Серии К249, КР249 
Серия К252 
Серия К260 
Серия К262 
Серия К264 
Серия К265 
Серия К272 
Серия К278 

Серия К281 
Серия К2ВЗ 
Серия К284 
Серия К286 
Серия К29З 
Серия К298 
Серия КЗО2 
Серия КЗО4 
Серия КЗОВ · 
Серия КЗ10 
Серия КЗ11 
СерияКЗ12 
Серия КЗ1З 
Серия КЗ14 
Серия КЗ15 
Серия КЗ18 
Серия К402 
Серия·К4ОЗ 
Серия К41З 
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Серия К416 
Серия К417 
Серия К424 
Серия К425 
Серия К427 

СерияК43З 
Серия К490 
Серии К500, KMS00, 

КС500А 
Серия КР501 

Сери11 К502 
Серия КSОЗ 
Серии К504, КР504 
Серии 1<505, KPS0S 

Перечень серий микросхем, воwедwих в четвертый том 

Серии К507, КР507 Серия К523 Серия К535 
Серии К508, КР508 Серия К524 Серия К536 
Серия К511 Серии К525, КМ525, Серии К537, КБ537, 
Серии К512, КА512, КР525 КИ537, КН537, 

КР512 Серия К527 КР537 
Серии К513, КР513 Серия КА528 Серии К538, КР538 
Серии К514, КР514 Серии К5ЗО, КМ530, Серия К539 
Серия К517 КРSЗО Серии К540, КР540 
Серия К519 Серии К531, КМ531, Серии К541, РК541 
Серия К520 КР531, КС531 Серия К542 
Серия К521 Серии К53З, КБSЗЗ, Серия К543 
Серия 1<522 КР5ЗЗ, кн~ 

Перечень серий микросхем, воwедwих в пятый том 

Серии К544, КР544 Серия К55Э КМ559, КР559, 
Серия К545 Серия К554 КФ559 
Серия К547 Серии К555, КБ555, Серия К560 
Серии К548, КР548, КМ555 Серии К561, КА561, 

КФ548 Серии К556, КМ556, КМ561, КФ561, 
Серия К549 КР556 ЭК561, ЭКФ561 
Серия К550 Серии К558, КМ558, Серии К56З, КР56З 
Серии КМ551, КР551 КР558, КС558 Серии К564, КР564, 
Серия К552 Серии К559, КИ559, КФ564 

Перечень серий микросхем, воwедwих в wестой том 

Серии К565, КБ56б-4, Серии К574, КР574 Серии К589, КМ589 
КЕ556, КН565, Серии К580, КМ580, Серии К590, Кд590, 
ЭКР565, КР565 КР580 КБ590, КИ590, 

Серия К566 Серии КМ581, КР581, КН590, КР590 
Серии К568, КР568 КС581 Серии К591, КР591 
Серия К569 Серии К582, КР582 Серия К592 
Серии К570, КР570 Серии К583, КР58Э Серия К593 
Серии К571, КР571 Серии К584, КР584 Серия К594 
Серии К572, КБ572, Серии К585, КР585 Серия К596 

КМ572, КН572, Сери·и К588 Серии К597, КБ597, 
КР572, КФ572 Серии К587, КР587 КМ597, КР597, 

Серии К573, КМ573, Серии К588, Кд588, КС597 
КР573, КС57Э КР588 Серии К599, КР599 
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Перечень серий микросхем, вошедших в седьмой том 

Серии К1005, КМ1005, Серия КР1022 
КР1005, КБ1005-1 Серия КР1023 

Серии КР1006, Серия КБ1024 
КФ1006 Серии КМ1025, 

Серия КА1007 КС1025 
Серии К100В, КМ1008, Серия КР1026 

Серия К700-2 
Серия К706 
Серия К714 
СерияК715 
Серия К725 
Серия К733 
Серия К734 
Серия К740 
Серия К743 
Серия К744 
Серия К745 
Серия К757 
Серия К765 
Серия К776 
Серия К798 
Серия К849 
Серия КА1001 

КР1008, Серии К1027, КР1027, 
КС1008, КС1027, КФ1027 
ЭКР1008 Серия КР1028 

Серия К1009 Серия К1029 
Серии КМ1010, Серии К1030, КБ1030, 

КР1010,КС1010 КН10ЗО, КР10ЗО 
Серии КМ1012, Серия КР1031 

КР1012 Серия КФ1032 
Серии КА 101 З, Серии К 1033, КР1033 

К6101З, КР101З Серия КА1035 
Серия КР1014 Серии КР1036, 

Серии К1002, КМ1002, 
КР1002 

Серии К141015, КФ1036 
КР1015, КФ1015 Серия КР1038 

Серии К1003, Серия К1016 Серия КР1039 
КМ1003 Серия КР1017 Серия КР1040 

Серии КА1004, 
КБ1004-4, 
КР1004 

Серия K10HI Серия КБ1041 
Серия КБ1020 Серия КР1042 
Серии К1021, КР1021 Серии К1043, КР1043 

Перечень серий микросхем, воwедwмх в восьмой том 

Серия КР1044 Серия КБ1077 
Серия КР1045 Серия КР1079 
Серии КБ1047, КР1047 Серия КР1080 
Серия КР1049 Серии К1082, КР1082, 
Серии КР1051, КС1051, КС1082, КФ1082 

КФ1051 Серия КР1083 
Серии КФ105З, Ki?1053 Серия КР1084 
Серии КР1054, КС1054, Серия КР1085 

КФ1054 Серия КР1087, 
Серии К1055, КР1055, ЭКР1087 

КС1055, КФ1055 Серии КБ10В8, КР1088 
Серия КР1056 Серия КР1089 
Серия КР1057 Серии КМ1091, КР1091, 
Серия КР1058 КФ1091 
Серии К1059, КР1059, Серия КР109З 

КФ1059 Серии КМ1095, КР1095 
Серия КР1064 Серия КР1096 
Серии КР1066, КС1066, Серия К1098 

КФ1066 Серия КР1099 
Серия КР1071 Серии К1100, КР1100, 
Серия КР1072 КФ1100 
Серия КР1074. Серия КР1101 
Серия КР1075 Серия К1102 
Серия КР1076 Серия К1103 

Серии К1104, КБ1104 
Серии К1106, КБ1106 
Серии К1107, КМ1107, 

КР1107 
Серии К1108, КМ1108, 

КР1108 
Серии К1109, КР1109 
Серии К1112, КР1112, 

КФ1112 
Серия К1113 
Серии К1114, КМ1114, 

КР1114 
Серии К1116, КБ1116 
Серии К1118, КМ1118, 

КР1118, КС1118 
Серия К1119 
Серия К1121 
Серия К1124 
Серии КР1125, КБ1125 
Серии КМ1126, 

КС1126 
Серия КР112В 
Серия КБ11 ЗО 
Серия КР1142 
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Перечень серий микросхем, воwедwих в дев1111,1й том 

Серия КМ1144 Серия КР1183 
Серии КР1146, КС1146 Серия КР1164 
Серия КР1151 Серия.КР1185 
Серия КР1152 Серия КР1188 
Серия КА115З Серия КР1199 
Серия К1156, КР1156 Серия К1200 
Серии КР1157, КБ1157 Серия К1400 
Серии КР1158, КФ1158 Серии К1401, КМ1401, 
Серия КР1162 КР1401, КБ1401 
Серия КР1167 Серия КБ1402 
Серия КР1168 Серии Кд140З, КБ140З 
Серия К1169 Серии К1407, КБ1407, 
Серия КР1170 КР1407, КФ1407 
Серия КР1171 Серии КМ1408, КР1408 
Серия КР1172 Серии К1409, КР1409, 
Серия КМ1175 КБ1409 
Серия К1176 · Серии К141З, МР1413 
Серия КР1179 Серии КА1414, КН1414 
Серия КР1180 Серия КН1420 
Серия КР1181 Серия К1422 
Серия КР1182 Серии К1423, КМ1423 

Серия КР1426 
Серия КР1427 
Серия КР1429 
Серии К1432, КМ1432, 

КР1432, 
КБ1432 

Серия КР1434 
Серия КР1435 
Серии Кд1436, КР14З6, 

ЭКР1436, 
ЭКФ1436 

Серия КР14З8 
Серия КР1441 
Серия К144З 
Серии К1446, КА1446, 

КР1446. 
КФ1446 

Серия КБ1450 
Серия КБ1451 
Серии К1500, КА1500, 

КН1500, КР1500 

Перечень серий микросхем, вошедших в десятый том 

Серия КБ1502 Серия К1519 Серии КР1535, 
Серии К1506, КМ1506, Серии К1520, КН1520 КФ1535 

КР1506, КФ1506 Серия К1521 Серия Кд1537 
Серии КР1507, КБ1507 Серия КБ152З Серия КР1538 
Серии К1508, КА1508, Серия К1524 Серия КС154З 

КР1508, КБ1508, Серии К1527, КМ1527 Серия К1548 
КФ1508 Серия КР1530 Серии КР1554, КФ1554, 

Серия 1509 Серия КР1531 ЭКР1554, 
Серии КФ1510, Серия К1532 ЭКФ1554 

КБ1510 Серии К15ЗЗ, КР15ЗЗ, Серии КМ1556, 
Серии К1515, КА1515, КФ15ЗЗ, КР1556 

КБ1515 ЭКР1533, Серия КР1558 
СерикК1517, КР1517 ЭКФ15ЗЗ Серии КР1561, КФ1561 
Серии К1518, КМ1518 Серия КР1534 Серия КБ1563 
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Научно-технический 
центр 

Адрес: 109542 Москва, а/я 69 
Тел./факс: (095) 305-7736, 305-7746 

e-mail: optonika@aha.ru 
http://www.optonika.ru 

Научно-технический центр "ОПТОНИКА" основан в 1989 году. 
Главная задача НТЦ "ОПТОНИКА" - максимально полно и оперативно отвечать потребностям 
российских эакаэчиков в импортных электронных компонентах Список поставщиков НТЦ 
11ОПТОНИКА'' постоянно расширяется. Это позволяет работать с информацией о ценах и наrичии 
необходимого количества микроэлектронных компонентов на складах фирм в Европе, Канаде и США. 
Основные направления деятеnьности: 

• оказание информационных и консалтинrовых усл'(Г по подбору· импортных электронных компонентов: 

• обеспечение легальных поставок любых 1СОЛичеств самых современных изделий микроэлектроники, 
• раэра6от1<а и изготовление электронных устройств (сае-rофоров, светодинамических та6ло­
"беrуu.~ая строка·, дорожных знаков, дополнительных сигналов торможения и т.п ). 
Научно-технический центр "ОПТОНИКА" явnяется официальным дистрибьютором и представляет 
интересы следующих компаний: 

Компания Поставnяемые компоненты 

Оптоэлектронные компоненты (светодиоды, индикаторы, матрицы, 

Agllent Technologles шкалы), ВОЛОКОННО·ОПТИческие линии связи, датчики вращения. и 

(Hewlett.Packard) перемещения, устройства считывания штрих-кодов, твердотельные 

реле, ВЧ- и СВЧ-компоненты, m,айоеnы IGBTIМOSFET 

Оптоэлектронные компоненты (светодиоды. семисеrментные цифровые 

Кlngbrlght 
индикаtоры с высотой знака от 2,7 ДО 127 мм всех цветов. 
сsетодмодные матричные индикаторы со схемой управления с высотой 
знака от 3,5 до 100 мм) 

Wustllch Opto- Оптоэлектронные компоненты (сверхъяркие светодиоды белого, 

зеленого, синего, сине-зеленого цвета свечения, светодиодные сборки, Elektronlk 
индикатооы, матомцы) 

Оптоэлектронные компоненты (сверхъяркие светодиоды зеленого, 

NICHIA синего. белого цвета свечения, светодиодные кластеры, матрицы, 

источники света на основе ямения люминесценции) 

Мощные nолупроеодниковые компоненты и устройства различного 

SEMIKRON назначения (мощные МОSFЕТ-транэисторы и IGВТ-транзисторы. 
m,айвеоы. мощные диоды и диодные мостъ,) 

LIТE-aN 
Полупроводниковые оnто311ектронные компоненты (светодиоды, 
семисеrментные цисЬоовые иНдикатооы, шкальные ИНдикатооы) · 

BOLYМIN 
Жидкокриспллическ•е матричные и rрафические индикаторные 

мо.nvли с подсsеrкой и без по.nсветки 

MOKSAN Инфракраеijые излучающие диоды, фотодио'ды и фототранзисторы, 

ELECTRONIC фотоnривмные устроiiства для дистанционноrо управления, оnтоnары 
швлевого и оmажатеnьноrо типа 

FP-Dlaptays AG 
Матричные и цифровые эnектромаrнмтные индикаторы-6nи№<еры с 

высотой знека /J/J 350 мм 
Легальные поставки продукции ведущих мировых производителей со склада в Москве и на 
эа-t(аз - оптроны, светоизлучающие диоды, индикаторы, датчики, аолоконно--оnтические 

линми С8RЭИ, ВЧ- и СВЧ-эnектроника, nоnуnроводниковые лазеры видимого и 

инфракрасного диапазонов, микросхемьi управления и обработки смrналов. 

фотоnрмемные устройства, ПЗС-линейки и ПЗС-матрицы с различным количеством 

элементов, силовая электроника, анамговая электроника, компараторы, ЦАП, АЦП любой 
ра'3рАДНОСТИ, ста~илитроны, цифровая электрони1<а, электромеханические индикаторы 

lблинкеоы). 
-В цепях расширения перечня поставляемых компонентов Научно-техническии центр 

"ОГIТОНИКА" постоянно дополняет список своих зарубежных поставщиков. Это позволяет 
ра6отать с информацией о ценах и ·наличии необходимого коnичества микроэлектронных 
компонентов на складах фирм по всему миру. По каждой заявке на поставку импортных 
электронных компонентов НТЦ "ОПТОНИКА" проводит оперативное исследование 

возможностей всех своих поставщиков по основным критериям: 
наличие на складе необходимого количества изделий; 

минимальное время доставки: 

оптимальная цена. 

ОПТОНИКА - МИКРОЭЛЕКТРОНИКА &ЕЭ rРАНИЦ 
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